SIEMENS

Optokoppler
Datenbuch 1984/85

Siemens Aktiengesellschaft



Zugehorige Druckschriften

Benétigen Sie zur Ergénzung lhrer Informationen weitere technische Unterlagen, so fordern
Sie bitte die aktuelle Angebotsliste ,,Produktinformation zum Thema Bauelemente der Elektro-
nik“ an. Die halbjahrlich neu erscheinende Angebotsliste mit anhidngender Bestellkarte
bekommen Sie bei lhrer nachstgelegenen Siemens-Dienststelle.

Herausgegeben von
Siemens AG, Bereich Bauelemente, BalanstraRe 73, 8000 Miinchen 80.

Mit den Angaben in diesem Buch werden die Bauelemente spezifiziert, nicht Eigenschaften
zugesichert. Fir die angegebenen Schaltungen, Beschreibungen und Tabellen wird keine
Gewaébhr beziiglich der Freiheit von Rechten Dritter ibernommen. Liefermdglichkeiten und
technische Anderungen vorbehalten.

Fragen (ber Technik, Preise und Lieferméglichkeiten richten Sie bitte an unsere Zweignieder-
lassungen und Technischen Biiros in der Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West), Ab-
teilung VB, oder an unsere Landesgesellschaften im Ausland (siehe Anschriftenverzeichnis).



Inhaltsverzeichnis

Seite
Typeniibersicht ... ... ... . .. e i 5
Symbolverzeichnis .............. ... . . e 7
Technische Erlduterungen .............. ... ... i, 9
1. AIgeMINES ... ... .. it 10
2. Mechanischer Aufbau ......... ... .. .. . i 10
3. WIrKUNGSWEISE ... .. . it e et ettt 1
4, lIsolationseigenschaften ............ ... ... ... . i i 11
4.1. Isolationswiderstand .. ............oiiiiitiit e 12
4.2. Isolationskapazitdt (Koppelkapazitat) ............... ..ottt 12
4.3. 1s0latioNSSPanNUNG . ... oottt ittt et e 12
5. Basis-Beschaltung ............. .. i i i 12
6. Feldeffekt, Verhalten im elektrischenFeld................................ 12
7. Grundschaltungen .. ..... .. ... . ... . i it i it e 13
7.1. TTL-Ansteuerung, invertierend ..............oiiitiiieiinennenrnennenennenn 13
7.2. TTL-'_Ansteuerung,. nichtinvertierend ............ciiiiiiiiii i 14
7.3. NF-Ubertragung .........uuuuniiiiiiiiiiiii i iai e aaanas 14
7.4. Logische Schaltungen .............. ittt 15
8. MeRtechnik ........ ... ... . i et 16
8.1. KoppelfaKlor . . ...t e 16
8.2, Linearitat ... ... ittt i e e e 16
8.3. Temperaturverlauf ....... ... .. .. i e 17
-8.4. Alterung (Degradation) ................ it i 18
8.5, SChaltzeiten ... ..ottt i i et 18
8.5.1. DefinitioNen . ... it i e 18
8.6. Verringerung der Zeitkonstanten von Fototransistoren ...................... 19
9. Priifzeichen . ... .. ... e 20
9.1. VDE und auslandische GutheiBungen ........ ... ... ... ... it 20
9.2, UL-LiSte . oottt ittt e et e e et ... 20
10. Wichtige HINWeise .......... ...ttt ea e iiaeans 20



Inhaltsverzeichnis

Seite
Bauformen fiir hohe Anforderungen
CNY 17 F o e e e et e e e e e e s 21
CNY 17 e e e e 31
SFH B00 . ottt e e 41
SFH B0 .o 51
SFH B0T G ..ttt e e e 61
SFH B0 .. 62
SFH B0 .ot e 72
SFH BT o e e, 72
Bauformen fiir Standard-Anwendungen
AN 25 . AN 28 o 80
A N B2 o e 85
A N B5.. .4 N BT o e 89
IL 250 (mit bidirektionalem Eingang) ..............oo ottt 95
ILCA2-30 ............. e i 100
ILCA 2B e 100
IL-CT B | e 104
ILD-1 Zweifach-Optokoppler ... .. .. . .. .. ... .. ... ... .. 110
ILD-74 ) 115
LO-1 e Antakamnlar  © e e 120
ILQ-74 T T i 125
SFH 900 Miniatur-Reflexlichtschranke .............. ... .. ... i, 130
Typeniibersicht (alphanumerisch) ........... ... ... ... 137
Bestellnummernverzeichnis (Q-Nummern) ........ ... ... ... ... 137
Anschriftenverzeichnis ........... .. ... .. 138



Typeniibersicht

Optokoppler fiir hohe Anforderungen

Typ Prifzertifikat Isolations- | Stromiiber- Bestellnummer
prif- tragungs-
spannung verhiltnis
Beschreibung nach (Ir = 10 mA)
DIN 50014 | (Uge=5V)
Uo (kV) Ic/le (%)
CNY 17F-1 TRIOS VDE 0883 &y N 40...80 Q62703-N49
-2 TRIOS 5,3 63...125 Q62703-N21
1 -3 TRIOS Transistorausgang 100...200 Q62703-N50
CNY 17-1 TRIOS 40...80 Q62703-N86
-2 TRIOS VDE 0883 b\ 44 63...125 Q62703-N87
-3 TRIOS ' 100...200 Q62703-N88
-4 TRIOS Transistorausgang 160...320 Q62703-N89
SFH 600-0 TRIOS VDE 0883 & W 40...80 Q68000-A7313
-1 TRIOS 28 63...125 Q68000-A7314
-2 TRIOS ! 100...200 Q68000-A7315
-3 TRIOS 160...320 Q68000-A7316
SFH 601-1 TRIOS 40...80 Q68000-A7318
-2 TRIOS VDE 0883 & W 5.3 63...125 Q68000-A7319
-3 TRIOS ! 100...200 Q68000-A7320
-4 TRIOS Transistorausgang 160...320 Q68000-A7321
SFH 601 G-1 TRIOS 40...80 Q68000-A7393
G-2 TRIOS VDE?) & N 53 63...125 Q68000-A7188
G-3 TRIOS ’ 100...200 Q68000-A7187
G-4 TRIOS Transistorausgang 160...320 Q68000-A7772
SFH 609-1 TRIOS VDE 0883 ¢35 W 40...80 Q68000-A7189
-2 TRIOS 5,3 63...125 Q68000-A7252
-3 TRIOS Transistorausgang 100...200 Q68000-A7253
SFH 610-1 TRIOS 40...80 Q62703-N75
-2 TRIOS 63...125 Q62703-N76
-3 TRIOS VDE 0883 & W\ 100...200 Q62703-N77
-4 TRIOS 160...320 Q62703-N78
2,8
SFH 611-1 TRIOS Dualkopplerersatz 40...80 Q62703-N82
-2 TRIOS 63...125 Q62703-N83
-3 TRIOS Transistorausgang 100...200 Q62703-N84
-4 TRIOS 160...320 Q62703-N85

TRIOS® = Transparenter lonenschirm.
1) Transistor ohne Basiskontakt, geringe Riickwirkung, kleine Koppelkapazitat, hohe Gleichtaktfestigkeit.

2) VDE 0730, 0750, 0860, 0860 HF, 0805, 0806, 0883 sind beantragt.




Typeniibersicht
Optokoppler fiir Standard-Anwendungen

Typ Priifzertifikat Isolations- | Stromiiber- | Bestelinummer
priif- tragungs-
spannung | verhéltnis
Beschreibung nach (Ir = 10 mA)
DIN 50014 | (Uce=5 V)
Uo (V) |L/k (%)
4 N-25 a 2,5 =20 Q68000-A5018
-26 . 1.5 =20 Q68000-A5017
_27 Transistorausgang | 4 'g =10 Q68000-A5707
-28 0,5 =10 Q62703-N26
4 N-35 QA | 35 Q68000-A7302
-36 Transistorausgang | 2,5 =1009) Q68000-A7303
-37 1.5 Q68000-A7304
Bidirektionaler n
IL-250 Eingang und 5,0 150 (=50)3) | Q62703-N80-F114
Transistorausgang
ILCA 2-30 Q62703-N27-F114
_55 Darlington- W | & 400 {=100) | 062703-N29-F114
Fototransistor-
ausgang
4N 32 6.0 =50083) Q62703-N51-F114
ILCT 6 Zweifach- n 50 (=20)3) |Q62703-N48-F114
ILD-1 Optokoppler, 6,0 35 (=20)3) |[Q68000-A5972-F114
-74 Transistorausgang 35 (=12,5)4)| Q68000-A5973-F114
ILQ-1 Vierfach- e 06 35 (=20,5 °)| Q68000-A5974-F114
-74 Optokoppler, ’ 35 (=12,5)4)| Q68000-A6185-F114
Transistorausgang
Miniatur-Reflexlichtschranke
Typ Kollektor-Emitter-| Kollektor-Emitter-| DurchlaB- Bestellnummer
Reststrom Spannung Spannung
(Ue=10V) (Ice = 10 pA) (Ir = 60 MA)
Iceo (nA) Uceo (V) Us (V)
SFH 900-1 20 (= 200) 30 1,25 (= 1,65) Q62702-P935
-2 20 (= 200) 30 1,25 (= 1,65) Q62702-P141
9 Uee= 10V
4 =16 mA
) Uce=5V
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Symbolverzeichnis

[CE
ICEO
s
I

I

Ik
Tesm

ICSM

Ie/I
Iy

Anode

Basis

Kollektor

Kapazitat

Kapazitat bei Ug = O V
Kapazitat bei Ug = 10 V
Kollektor-Emitter-Kapazitat
Kollektor-Basis-Kapazitat

Emitter-Basis-Kapazitat

Stromibertragungsverhaltnis = 1.//¢

Koppelkapazitat

Emitter

Grenzfrequenz

Strom

Basisstrom

Kollektorstrom
Kollektor-Emitter-Strom
Kollektor-Emitter-Reststrom
StoRRstrom

DurchlaBstrom, Vorwartsstrom
Eingangsstrom

Vorwartsstrom (Gleichstrom)
VorwartsstoRstrom
Kollektorstrom
Stromiibertragungsverhéltnis = CTR

Sperrstrom, Dunkelstrom



Symbolverzeichnis

Po
Pt
Ris
R

RthJU

taus
tein
t

UCEO
UCEsat
UEBO
Ur
Uso
Un
Un

Kathode
Ausgangsleistung
Verlustleistung
Isolationswiderstand
Lastwiderstand

Waérmewiderstand zwischen Sperrschicht (W&rmequelle) und ruhender umgeben-
der Luft

Zeit
Ausschaltzeit
Einschaltzeit
Abfallzeit
Anstiegszeit
Temperatur

Gehéausetemperatur

Lottemperatur

Lagertemperatur

Umgebungstemperatur

Spannung

Betriebsspannung

Durchbruchspannung

Kollektor-Emitter-Spannung

Kollektor-Basis-Spannung
Kollektor-Emitter-Sperrspannung (bei offener Basis, I; = 0)
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
Emitter-Basis-Sperrspannung (bei offenem Emitter, Iz = 0)
DurchlaBspannung, Vorwértsspannung
Isolationspriifspannung
Bezugswechsel-/Bezugsgleichspannung

Sperrspannung



Technische Erlduterungen




1. Allgemeines

Optoelektronische Bauelemente haben in der modernen Elektronik und damiit in fast allen Be-
reichen unseres Lebens weiten Eingang gefunden. Sie sind in hohem MaRe an dem Umstel-
lungsprozelR von Mechanik auf Elektronik beteiligt und haben, aufgrund ihrer Funktion als
Wandler optischer Signale oder Energie in elektrische Signale oder Energie, viele moderne
elektronische Problemlésungen erst méglich gemacht.

Optoelektronische Koppelelemente dienen sowohl der galvanischen Trennung zwischen
Kreisen mit gréBerem Potentialunterschied, als auch zur Vermeidung stérender Erdschleifen.
Ihr weiter Frequenzbereich — sie sind grundsatzlich von Gleichstrom bis zu recht hohen Fre-
quenzen einsetzbar — und ihre geringe GréRe machen sie Transformatoren und Ubertragern
weit Uberlegen.

2. Mechanischer Aufbau
Optokoppler in DIP-6-Kunststoffgehduse

Bei dieser Bauform strahit die IR-Diode {iber einen Lichtleiter direkt auf den Fototransistor.
Dadurch sind groe Koppelfaktoren realisierbar.

Koppelharz
(Lichtleiter)

Senz\jer Empfanger

Umhiillung

Bild 1
Optokoppler in DIP-6-
Systemtrager Kunststoffgehéause

Optokoppler in DIP-4-Kunststoffgehduse

Die Optokoppler im DIP-4-Gehéause gelten als Nachfolgetyp fiir die Koppler im Metallge-
héuse. Sie sind im 2,54-mm-Raster aneinanderreihbar und man erreicht eine weit hohere
Packungsdichte als mit den DIP-6-Gehausen.

Der Unterschied zwischen dem SFH 610 und dem SFH 611 besteht in der spiegelbildlichen
Anordnung der AnschluBpins. Dadurch kann man auf einfache Weise Vielfachkoppler
realisieren und herkdmmliche Mehrfachkoppler ersetzen, die dann eine wesentlich geringere
Streubreite haben.

Sender Empfdnger Silikon-Gie3harz

Spiegel
(weifes Silikon )
Bild 2
Optokoppler in DIP-4-
Systemtrdger  Epoxid-Prefimasse Kunststoffgehause
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3. Wirkungsweise

Die Informationsiibermittling erfolgt auf optischem Wege. Das elektrische Signal wird im
Optokoppler von einem Sender in ein optisches verwandelt, auf optischem Wege weitergelei-
tet und von einem Empfénger wieder in ein elektrisches riickgewandelt. Als Sender dient eine
infrarot strahlende Gallium-Arsenid-Lumineszenzdiode, als Empfénger ein Silizium-Fototran-
sistor. Auf der Eingangsseite des Bauteils erzeugt die Lumineszenzdiode bei StromfluB in
DurchlaRrichtung eine Strahlung von etwa 950 nm Wellenlédnge. Diese Strahlung wird Gber
ein lichtleitendes Medium dem Fototransistor zugefiihrt, dessen Strom von der auftreffenden
Strahlungsleistung abhéngt. Dabei diirfen zwischen Eingangs- und Ausgangsseite Potential-
differenzen, je nach Bauform, bis zu einigen kV bestehen.

Grundschaltung:

Funktionsbild

Eingangsstrom /¢ Strahlung Ausgangsstrom /¢

— -—

¥ K

Wie aus dem Funktionsbild ersichtlich, gentigt fiir die Stromiibertragung ausgangsseitig der
Anschlu® an Emitter und Kollektor des Transistors.

4. Isolationseigenschaften

Optokoppler dienen vornehmlich der galvanischen Trennung von zwei Schaltungskreisen, die
sich in den meisten Fallen auf unterschiedlichem Spannungspotential befinden. Welche Po-
tentialdifferenzen sicher im Sinne der VDE-Bestimmungen getrennt werden kénnen, hangt
nicht nur von den Eigenschaften des Koppelelementes, sondern ebenso von der Art der Schal-
tung und den Umweltbedingungen beim Einsatz ab.

Seit 1. Juni 1980 gilt fir optoelektronische Koppelelemente (Optokoppler), die fur die
galvanische Trennung von Stromkreisen eingesetzt werden, DIN 57883 bzw. VDE 0883/
6.80. Diese DIN-Norm/VDE-Bestimmung gilt lediglich fiir das Bauelement. Beim Einbau in
Geriéte sind daneben die speziellen DIN-Normen/VDE-Bestimmungen fiir Gerate zu beach-
ten. Beim Einbau in gedruckte Schaltungen sind gegebenenfalls vom Anwender MaRnahmen
zu ergreifen, damit die Isolationseigenschaften des Bauelements hierdurch nicht verschlech-
tert werden.

Der Bauelementehersteller kann zur Entscheidung (ber die zuldssige Nennisolationsspan-
nung im konkreten Einsatzfall die Werte der Isolationspriifspannung, der Luft- und der Kriech-
strecke (unter Berlicksichtigung der Isolationseigenschaften des verwendeten Gehausemate-
rials, KB-Wert nach VDE 0303/DIN 53480) angeben, aus denen sich anhand der Tabellen aus
VDE 0110/0160 die Bezugsspannung (Nennisolationsspannung) entnehmen laft.
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4.1. Isolationswiderstand

Dies ist der Gleichstromwiderstand zwischen Eingang und Ausgang des Optokopplers. Er be-
tragt mindestens 10'" Q und ist somit groRer als in den meisten Anwendungen (z. B. Montage
auf einer Druckplatte) erreicht werden kann. Bei der Auswahl sowie beim Herstellungsprozef
von Druckplatten sollte unbedingt darauf geachtet werden, dal® bereits Stréme im nA-
Bereich, die besonders bei der Trennung von groRRen Potentialunterschieden auftreten kon-
nen, u. U. die Funktion der Schaltung beeinflussen. Abhilfe kann ein Schlitz in der Leiterplatte
oder eine auf Massepotential liegende Leiterbahn zwischen Ein- und Ausgang bringen.

4.2. Isolationskapazitiat (Koppelkapazitat)

Die Systemtrager sowie die Sendediode und der Fototransistor bilden eine Kapazitat, die je
nach Bauform unterschiedlich ist. Sie liegt im Bereich von 0,3...2 pF und wird bei kurzge-
schlossenen Eingangsanschliissen und kurzgeschlossenen Ausgangsanschliissen gemessen.
Schnelle Anderungen der Hochspannung (500 V/ps) zwischen Eingang und Ausgang werden
durch diese Koppelkapazitat Ubertragen und kdnnen eine Stérung der Schaltung (vor allem
tiber die Basis) hervorrufen.

4.3. Isolationsspannung

Die Isolationspriifspannung ist die maximal zuldssige Spannung, die zwischen Ein- und Aus-
gang des Optokopplers kurzzeitig anliegen darf (z. B. induktive Spannungsspitzen).

Die Nennisolationsspannung gibt an, mit welchen maximalen Spannungen das Bauelement
dauernd belastet werden darf. Die Isolationsspannung ist, bedingt durch die Kriechstrecken
und Luftstrecken, sehr stark bauformabhéngig.

5. Basis-Beschaltung

Bei Optokopplern im DIP-6-Gehause mit einem Fototransistor als Empfanger ist die Basis
tblicherweise herausgefihrt; dadurch ist es mdglich, den Transistor mit seinen normalen
Transistorfunktionen in die Schaltung mit einzubeziehen.

Durch Beschaltung der Basis/Emitter-Anschlisse mit einem Widerstand wird ein Teil des Kol-
lektor-Basis-Stroms abgeleitet. Dadurch erhélt man eine Erhéhung der Grenzfrequenz auf
Kosten einer Verringerung des Koppelfaktors, sowie eine starke Absenkung des Kollektor-
Emitter-Sperrstroms.

Das ist besonders bei hohen Temperaturen von Vorteil. Ein Betrieb als Dioden-Koppler ist
moglich (klrzere Schaltzeiten, jedoch sehr geringer Koppelfaktor), indem die Basis-Kollektor-
diode wie eine normale Fotodiode beschaltet wird. Der Emitter wird dabei nicht angeschlos-
sen.

6. Feldeffekt, Verhalten im elektrischen Feld

Als Feldeffekt bei Optokopplern bezeichnet man die langsame Veranderung der elektrischen
Parameter, vor allem des Transistors, bei liber einen langeren Zeitraum (einige Tage)anliegen-
der Spannung zwischen Eingang und Ausgang. Dieser Vorgang ist bei hohen Temperaturen
(100°C) und hoher Gleichspannung (1 kV) besonders ausgepragt.
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Durch Freisetzung von Ladungstragern kdnnen Anderungen der elektrischen Parameter des
Silizium-Fototransistors eintreten. Dabei wird durch das starke elektrische Feld ein ahnlicher
Effekt wie im MOS-Transistor (Inversion an der Oberflache) herbeigefihrt.

Veranderungen der Verstarkung, des Sperrstromes und der Sperrspannung kénnen die Folge
sein; dabei ist die Richtung des elektrischen Feldes ein entscheidender Faktor.

MeRaufbau:
A4
. T =100°C, U=1kV,t=24h
Messung der elektrischen Para-
o o meter vor und nach Belastung.

Bei Siemens-Optokopplern werden die pn-Uberginge des Silizium-Fototransistors vor den
Einflissen des elektrischen Feldes durch eine TRIOS-Schicht (TRIOS = TRansparenter /Onen-
Schirm) geschiitzt. Dadurch wird erreicht, daR Anderungen seiner elektrischen Parameter
durch das elektrische Feld auf einen sehr geringen Wert beschrénkt bleiben bzw. nicht auftre-
ten. Die IR-Sendediode ist sehr stabil. Im elektrischen Feld sind nur auRerst geringe Anderun-
gen ihrer elektrischen Paramenter feststellbar.

7. Grundschaltungen

7.1. TTL-Ansteuerung, invertierend
+5V +5V
D—'H:}~—’ -

Das angesteuerte Gatter sollte Low-Power-Schottky-Ausfiihrung sein.
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7.2. TTL-Ansteuerung, nicht invertierend

Diese Schaltung bietet sende- und empfangsseitig die giinstigsten Bedingungen.

7.3. NF-Ubertragung

U~o-———“—~:! . " ol

Eingang Ausgang

Um die NF-Signale mit geringem Klirrfaktor zu tbertragen, muB /; ~ < Ir_ sein. Der Arbeits-
punkt, durch /;_ eingestellt, muB im linearen Bereich der Sendediode liegen (z. B. [r_= 10 mA,

14



Fiir die Ubertragung von linearen Signalen ist eine Ruhestromeinstellung im Bereich zwischen
5 mA und 20 mA notwendig. Die Modulationssignale miissen diesem Strom eingepragt wer-
den. Ein Differential-Verstéarker ist ein guter Weg, um diese Forderung zu realisieren.

+UBT I
F F——————
&4
L
GaAs-Diode
im Opto-
koppler
Eingang
U~
_UB

7.4. Logische Schaltungen

Aus den folgenden Schaltungsbeispielen ist ersichtlich, dak man mehrere Optokoppler-Aus-
gange so schalten kann, daR sie logische Funktionen tibernehmen kénnen.

1ol [ Us
_____ _|' —————J-—‘I
NS N |
X In N !
_______ 7400 ] 7400
______ 4 o _i
AN i
NS X
3 |
______ { 1
______ .
'"ODER" ok UND" e
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8. Meftechnik

8.1. Koppelfaktor

Neben der Hochspannungsfestigkeit ist der Koppelfaktor (CTR = Current Transfer Ratio)
wesentlichstes Merkmal bei Optokopplern. Der Koppelfaktor entspricht dem B eines einfa-
chen Transistors und kann auf &hnliche Weise (z. B. Kennlinienschreiber) gemessen werden,
wobei jedoch nicht die Basis, sondern die Anode der Sendediode beschaltet wird.

Die Angabe des Koppelfaktors erfolgt in % (I./Ir = 100%). Optokoppler werden nach dem
Koppelfaktor gruppiert (& B-Gruppierung bei Transistoren) und erfolgt tiblicherweise bei I =
10 mA und U= 5 V. Der Koppelfaktor ist abhéngig von der Strahlungsleistung der Lumines-
zenzdiode, der Glte der Lichtiibertragung sowie der Fotoempfindlichkeit und der Verstéar-
kung des Transistors.

=5V -
UCEo lg 5V
7
L=10mA ./
konstant | °C
[ - ]
Koppelfaktor- ir % — | Ucgsat-Messung £;=10mA I
messung | ¥ —~ ! konstant | konstant
L] |

8.2. Linearitat

Die Strahlungsleistung der Lumineszenzdiode nimmt mit steigendem Strom {berproportio-
nal zu. Zusétzlich ist ein (verhaltnisméaRig geringer) Anstieg der Verstarkung des Fototransi-
stors mit steigendem /; vorhanden. Daraus resultiert ein (iberproportionaler Anstieg des Kop-
pelfaktors mit steigendem Diodenstrom. Typischerweise kann man davon ausgehen, daR bei
einer Erh6hung des Diodenstromes von 1 mA auf 10 mA der Koppelfaktoraufdas 2 ... 3fache
steigt.
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8.3. Temperaturverlauf

Das Temperaturverhalten wird durch die unterschiedlichen Temperatureigenschaften der Lu-
mineszenzdiode und des Fototransistors bestimmt. Wahrend die Strahlungsleistung der
Diode mit steigender Temperatur abnimmt, erhoht sich dabei der Fotostrom einer Fotodiode
bzw. der Kollektorstrom eines Fototransistors.

Durch die Kombination einer IR-Sendediode und eines Fototransistors in einem Gehé&use
ergibt sich durch die Kompensation der Temperatureigenschaften beider Einzelbauelemente
ein weitgehend temperaturstabiles Bauteil.

Der Koppelfaktor hat zwischen 0°C und 50 °C ein flaches Maximum (/r=10mA, Ucs =5 V);er
fallt bei hoheren Temperaturen ab und bleibt bei tieferen Temperaturen weitgehend gleich.
Bei niedrigeren Stromen (l-= 1 mA, Ug:= 5 V) Uiberwiegt der negative Temperaturkoeffizient
der Diode, so daR sich das Maximum des Koppelfaktors zu niedrigeren Temperaturen ver-
schiebt.

Temperaturverhalten eines Optokopplers
Ic/lg & CTR = f(T)

KF=CTR
12 —
10
E 08—
g
&
5
g 0.6
5§ 04
]
<l
£ w1
£
g
2 0 -
-25 0 25 50 75°C
4.7'
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8.4. Alterung (Degradation)

Wird eine Lumineszenzdiode liber einen langen Zeitraum betrieben, so macht sich eine alte-
rungsbedingte Abnahme ihrer Strahlungsleistung bemerkbar. Dies fiihrt bei Optokopplern zu
einer Verringerung des Koppelfaktors. Hohe Strome und/oder hohe Umgebungstemperatu-
ren beschleunigen die Degradation. Siemens-Optokoppler weisen durch ihren Aufbau eine
besonders geringe Alterung auf. Trotzdem sollte man beim Einsatz in Schaltungen eine
gewisse Alterung einplanen und das Bauteil méglichst kleinen Strémen und niedrigen Umge-
bungstemperaturen aussetzen.

8.5. Schaltzeiten

8.5.1. Definitionen

F Eingangsimpuls

I. 1 Ausgangsimpuls

4———1E~——>|;

H——O,gfc—’ ‘

]
lrf, = L ]
fem_. fuus -

Anhand des obigen Bildes definiert man folgende Zeiten:
Einschaltzeit t,,

Die Einschaltzeit ¢, ist die Zeit, in der der Ausgangsstrom (Kollektorstrom) /. nach Einschal-
ten des Steuerstromes I auf 90% seines Maximalwertes ansteigt.

Die Anstiegszeit ¢, ist jene Zeit, in der der Kollektorstrom I von 10% auf 90% seines End-
wertes ansteigt.

s

Ausschaltzeit ¢,

Die Ausschaltzeit t,,; ist die Zeit, in der nach Abschalten des Steuerstroms I der Ausgangs-
strom (Kollektorstrom) I auf 10% seines Maximalwertes absinkt.

Die Abfallzeit ¢ ist die Zeit, in der der Kollektorstrom I (Ausgangsstrom) von 90% auf 10%
seines Maximalwertes absinkt.
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Bei Optokopplern mit einem Fototransistor als Empfanger ergeben sich Schaltzeiten von ca.
3 us (f.in/taus) im Linearbetrieb (R = 75 Q).

Bei Sattigung des Transistors durch Ubersteuerung ergibt sich durch starkes Ansteigen der
Speicherzeit und der Abfallzeit eine wesentlich langere Ausschaltzeit (Uggsot = 0,4 V).

Ry 5V Ry 5V
47Q 1kQ 47Q 75Q

Sattigungsbetrieb (Uge = 0,4 V) Linearbetrieb (Ucg 2 1V)

Die Schaltzeiten werden tiberwiegend durch die Millerkapazitat Ccg des Fototransistors und
durch R_bestimmt. Erst bei kleinem R_machen sich auch die Schaltzeiten der Lumineszenz-
diode bemerkbar.

8.6. Verringerung der Zeitkonstante von Fototransistoren im Optokoppler
Signalanstiegs- und -abfallzeiten hochempfind|icher Fototransistoren betragen mehrere

JopnpipN PR iy P P el 2t 2D b Ol laanan alal h alhae Aiivals Al an tarald aea

lVIIKrUbUKU”UUI 1, bIIIU aiso veir Idllllibllldlblg nouliti. OIU |aaacu bllll i doEer auicn UII en VVUII.UI en
Transistor zwischen Fototransistor und Lastwiderstand vermindern.

Eine Verringerung unter 2 ps ist nicht moglich, da bereits die Schaltzeiten der GaAs-Dioden
bei ca. 2 ps liegen.

Bei den Ublichen Schaltungen wird in die Kollektor- oder Emitterleitung des Fototransistors
ein Widerstand gelegt. Der Spannungsabfall an diesem Widerstand ist das Ausgangssignal.
Zusammen mit einem zweiten Transistor laRt sich der Fototransistor als Darlington-Verstar-
ker betreiben. Solche Foto-Darlington-Verstarker haben zwar eine sehr gro3e Lichtempfind-
lichkeit, sind aber noch wesentlich tréger als Fototransistoren.
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9. Priifzeichen

9.1. “TRIOS”-Optokoppler in der neuen “Double-Mould-Technologie” entsprechen den
Bestimmungen nach VDE 0883.

9.2. Weitere Prifzertifikate wurden beantragt:

NEMKO (Norwegen)

SEMKO (Schweden)

FEMKO (Finnland)

SEV (Schweiz)

DEMKO (Danemark hat die GutheiBung bereits erteilt).

9.3. AuRerdem sind alle genannten Optokoppler im Bauelemente-Verzeichnis von Under-
writers Lab. Inc. aufgefiihrt (File No. E 52744; Guide FPQU2).

Prifzeichen: N

GemdR dieser UL-Liste missen die Bauelemente folgende Beschriftung aufweisen:

® Typenbezeichnung (z. B. CNY 17)
e § oder Firmenname SIEMENS bei Siemens-Produkten
® L oder Firmenname LITRONIX bei Litronix-Produkten

o Code-Buchstaben rechts neben dem Wochencode je nach Typ bzw. Technologiestand:
A B,C,D,EFGH,J
(J = heutiger Technologiestand fiir Double-Mould-Technik).

10. Wichtige Hinweise

Bei allen in dieser Broschiire aufgefiihrten Bauelementen kénnen noch zusatzlich folgende
Aussagen gemacht werden:

Bezugswechselspannung {siehe VDE 0883,
Bezugsgleichspannung bzw. DIN 57883
Kriechstromfestigkeit siehe VDE 0110, § 6, Tabelle 3

und DIN 53480/VDE 0303, Teil 1
Umweltbedingungen siehe DIN 40040, Feuchteklasse F
Flammbarkeit siehe DIN 57471

oder VDE 0471, Teil 2, April 75
bzw. MIL 202 E, Methode 111 A.
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Optokoppler 5,3 kV
fiir hohe Anforderungen

CNY 17 F
(TRIOS®) 1)

Das Koppelelement CNY 17 besitzt als Sender eine GaAs-Lumineszenzdiode, die optisch mit
einem Silizium-Planar-Fototransistor als Empfanger gekoppelt ist. Das Bauelement ist in ein
DIP-6-Kunststoff-Steckgehause eingebaut.

Das Koppelelement ermoglicht die Ubertragung von Signalen zwischen zwei galvanisch
getrennten Stromkreisen. Der Potentialunterschied zwischen zu koppelnden Schaltungen
darf die maximal zulassigen Bezugsspannungen nicht Gberschreiten.

Im Gegensatz zum bekannten CNY-17-Typ ist der BasisanschluR ohne Kontaktierung. Hier-

durch ergibt sich eine wesentlich verbesserte Gleichtaktstorfestigkeit.

QAN (siche Seite 21)

Merkmale

® |solationsprifspannung: 5300 V
® Hohe Koppelfaktoren
bei 10 mA: 40...200%
bei 1mA: 13... 70%
e Hohe Gleichtaktstorfestigkeit
® Kurze Schaltzeiten
® Geringe Degradation des
Koppelfaktors; siehe Diagramm

e Feldeffektstabil durch TRIOS?)

® Temperaturstabil

® Gute Linearitat des Koppelfaktors
in Abhangigkeit vom FluRstrom

® Hohe Kollektor-Emitter-Spannung
Uggo= 70V

® Geringe Sattigungsspannung

® Geringe Koppeikapazitat

I/l — F(1)
® 100% Burn-in bei Ir = 50 mA
Tu=60%C; t=24h

Typ | Bestellnummer
CNY 17 F-1 Q62703-N49
CNY 17 F-2 | Q62703-N21
CNY 17 F-3 | Q62703-N50

78 8,7
l‘ 7"’ ’1
nm
mm
O
mm
65 _|
6.3 2,54
Rastermaf}
10 o 6 Anode -1 EZ\ 6-Basis
200 15 Kathode 2| IC 5_Kollektor
3(] 14 nichtbelegt -3} L~ Emitter

Gewicht etwa 0,7 g

1) TRIOS® & Transparenter lonenschirm
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CNY 17 F

Grenzdaten

Sender (GaAs-Diode)
Sperrspannung
Vorwartsgleichstrom
VorwartsstoRstrom (t= 10 ps)
Verlustleistung

Empféanger (Si-Fototransistor)
Kollektor-Emitter-Spannung
Kollektorstrom
Kollektorstrom (¢t = 1 ms)
Verlustleistung

Optokoppler
Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Sperrschichttemperatur
Léttemperatur (max. 10 s)1)
Isolationsprifspannung?)

zwischen Sender und Empfanger,

bezogen auf Normklima 23/50 DIN 50014
Kriechstrecke
Luftstrecke

Kriechstromfestigkeit

Nach VDE 0110 § 6 Tabelle 3 und
DIN 53480/VDE 0303 Teil 1.

Isolationswiderstand (U, = 500 V)

1) Tauchlétung: Eintauchtiefe < 3,6 mm
2) Prifgleichspannung nach DIN 57883, Entw. 4/78

22
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60
2,5
100

70
50
100
150

-40...+150
-40...+100
100
260

5300
min 8,2
min 7,3

=100
(Gruppe 3)
101




CNY 17 F

Kenndaten (7, = 25°C)

Sender (GaAs-Lumineszenzdiode)

DurchlaRspannung (I = 60 mA) Uk 1,256 (=1,65) | V
Durchbruchspannung (I = 10 pA) Usr 30 (=6) \Y
Sperrstrom (Ug = 6 V) Iz 0,01 (=10) pA
Kapazitdat (Ur = 0 V; f= 1 MHz) Co 40 pF
Warmewiderstand?) Ringu 750 K/W
Empfanger (Si-Fototransistor)

Kapathat (UCE =5V; f=1 MHz) CCE 6,8 pF
Warmewiderstand1) Rinou 500 K/W

Optokoppler
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
(Ir =10 mA; I = 2,5 mA) Ucgsat 0,25 (= 0,4) \%
Koppelkapazitét C 0,5 pF

Die Optokoppler werden nach dem Stromiibertragungsverhéltnis I/ Iz bei U= 5V gruppiert
und mit arabischen Ziffern gekennzeichnet.

Gruppe 1 2 3

L/k (F= 10 mA) 40...80 63...125 100...200 %
Ik/F (F= 1 mA) 30 (>13) 45 (> 22) 70 (> 34) %
Kollektor-Emitter-

Reststrom Iceo | 2 (= 50) 2 (=50) 5 (= 100) nA
(UCE =10V)

1) Ruhende Luft, Koppler in Leiterplatte oder Sockel gel6tet.
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CNY 17 F

Schaltzeiten (Definitionen siehe Seite 19)

Linearbetrieb (ohne Sattigung)

Ir R=T500
o= Up=5V
G=0"
410
o— 1+
Lastwiderstand R, 75 Q I =10 mA
Einschaltzeit o tin 3,0 (=5,6) us Ug= 5V
- . Ty = 25°C
Anstiegszeit t, 2,0(=4,0) us
Ausschaltzeit taus 2,3(=4,1) ns
Abfallzeit t 2,0 (=3,5) us
Grenzfrequenz f 250 kHz
Schalterbetrieb (mit Sattigung)
I_F’ 1kQ  Ug=5V +SV
o—"_
¥ oder 2 TTL-Eingdnge
mit Pullup-Widerstand 2,0kQ
von 2,7kQR
o—C— TTL - Pegel werden L
eingehalfen, nicht
jedoch TTL-Schalt-
zeiten
Gruppe 1 2und 3
Einschaltzeit Loin 30(=5,5) | 42(=8,0 ps
Anstiegszeit t, 2,0(=4,0) 3,0 (=6,0) us
Ausschaltzeit taus 18 (= 34) 23 (= 39) us
Abfalizeit t 11 (= 20) 14 (= 24) us
UCEsat 0,25 = 0,4)
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CNY 17 F

Gleichtaktstorfestigkeit

Uber die Koppelkapazitat werden Anderungen des Potentialunterschieds zwischen Sender
und Empfanger auf den Ausgang (Kollektor —Emitter) als Stérimpuls libertragen. Dadurch
kann die Funktion der Schaltung beeintréchtigt werden. Eine wesentlich verbesserte Gleich-
taktstorfestigkeit zeigen Optokoppler ohne Basiskontaktierung, da der auf den BasisanschluR
eingekoppelte Teil der Ladung, der zusatzlich mit der Stromverstarkung des Transistors
(Btyp. 400) verstarkt wird, dann weitgehend entféllt. Eine weitere Verbesserung kann durch
eine Kapazitdt zwischen Kollektor und Emitter erreicht werden, die bei entsprechender
Dimensionierung kaum Einflu auf die Schaltzeit hat.

MeRaufbau fiir Impulsdiagramme

ko 1KQ
——FoUs=10V
o0

$—OAusgang (5V)

= ng_.
L Tg

Pulsgenerator

1

Uce (5 V) wird durch Ir eingestellt. . .
CE Feing Eingangsimpuls (Impulsgenerator)

10ns 10ns

il |

|
I
|
|
|
10Vs }
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Ausgangsimpuls (typisch) -

~10ns

|

I

; ——: ~700ns :4——
| | I

| |
| |
1
|
|

|

- | [

Us=15mV : l l

| i

——i=700NS = }
|
|
|

—a— = 40 mV

25



CNY 17 F

Minimales Stromiibertragungs-
verhéltnis als Funktion

vom Diodenstrom

(Tyu = 25°C, Ucg =5V)

% % = )

Ic .
=X min
F

|

200

100

0
107" 100

%
103

;r'|r7~
v

102

300 T !!

// W~ 2
™~

—"/ 1
.;/’

:F::.

10°
—
Stromiibertragungsverhiltnis
(typisch) als Funktion
vom Diodenstrom
(Tu=0°C, Ugg =5V)

Ic _
= =1up

10Z2mA

0841

10’

hin

0'2 5 100 2 5 10’
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F

2 mA

Stromiibertragungsverhiltnis
(typisch) als Funktion
vom Diodenstrom
(Ty = -25°C, Ucg = 5 V)
% 1 = R
103

102 -

10"

107" 2 5 100 2 5 10

—]
Stromiibertragungsverhiltnis
(typisch) als Funktion
vom Diodenstrom
(Ty = 25°C, Ucg =5 V)

% 1 = £ (p)

3 [F
10

\A

102

2 mA



CNY 17 F

Stromiibertragungsverhiltnis
(typisch) als Funktion

vom Diodenstrom

(Tu = 50°C, Ucg =5 V)

% 75 = FUR)

103
I
I
2 3
L]
/” 2
102 — =
A
/7 A 41—
/ ]
5 // P
A/ d
// /r
/
2 / d
4 Y
f (o)
[/
10! i
10" 2 5 100 2 5 10" 2mA
——]F
Stromiibertragungsverhiltnis
(typisch) als Funktion
von der Temperatur
(Ir=10mA, Ucg =5 V)
% 1S =1
103
Ic
I
2 3
. 2
10¢
1
5 ==
2
0839
o N
=25 0 25 50 75°C

Stromiibertragungsverhiltnis
(typisch) als Funktion

vom Diodenstrom

(Tu= 75°C, Uce = 5 V)

% &= £l

103
5
2 3
‘_,-/—‘
102 L 2
/ 1
5 4 |
r/ /] af
// / ,/
q
2 1/ l/ /
/ / // -
/ Y 0843
10! A 114 [
107" 2 5 100 2 S 10" 2 mA
—]

F

Zuldssige Impulsbelastbarkeit
(D = Parameter; Ty = 25°C)

Ir=f(1)
mA
4
© P FHE
I Hi T
-z
=7
C0=01 1] —
ST
1033 0,02
0,
01T
F0 2 T~ N
LN
I VRN
10 B2 TSN
FDC
0508} T
sor L L O gL

10° 10 10% 107 107 10° 10's

—T
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CNY 17 F

Ausgangskennlinien (typisch)
(Ty = 25°C)
A Ic = f(Ucg)

30 |

L

11
| 10835 Ig=14mA |

|
=T T
T T [ Ir=12mA.
20T T

— | [I;=10mA |

—
N N

\

~

n

(o]

3

e

Kollektor-Emitter-Reststrom (typisch)
des Transistors
(Ty = 25°C, Ir = 0)

MA Iceo=f (D

100

5

Iero

10

AN

0636}

Y
10 4
=25 0 25 50 75 100°C
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11

1,0

0,9

pF
2

~

20

24+

i il il
: Il

Vorwiértsspannung (typisch)

der Diode
Ur=fIp)
25°CHH
50°C
) A 75°C
A
/|4 /
/
/ /
/
// /
Vi
/ i
/' /
/
) N
/ (0509)
10" 10° 10' 102 mA

Transistor-Kapazitaten (typisch)
(Ty = 25°C, f= 1 MHz)
C=f(Up)

107 107 10° 10' 102V
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CNY 17 F

Sattigungsspannung (typisch) als
Funktion von Kollektorstrom und

Aussteuerungsgrad*) fiir Gruppe 1
(Ty = 25°C)

Sattigungsspannung (typisch) als
Funktion von Kollektorstrom und
Aussteuerungsgrad fiir Gruppe 2
(Ty = 25°C)

Ucksat = f () V Ucesat = (Ic)
10
09 09
Ucksat Ucksat
08 08
07 07
06 IF = SXIC 1l 06
05 05
/ / ]F = ZXIC
04 / 04 /
03 03
/ g y
Y N b Ie=3x1
02 4 i 02 =5t Ly
01 (0637 0.1 0638HT
0 ! 0 |
100 5 101 5 102mA 100 5 10 5  10ZmA
— — I
Séattigungsspannung (typisch) als
Funktion von Kollektorstrom und
Aussteuerungsgrad fiir Gruppe 3 Diodenkapazitat (typisch)
(Ty = 25°C) (Ty = 25°C, f= 1 MHz)
Ucesat = 7 (Ic) PFCc=f(Up)
[ ] T
UCEsen 09 [F = IC T c T
08 w0 Lo -
/ ™~
07 g
/
06 30 N
05 NI HHHH
// )
04 20 H
03 [F =2x ]C H - H
/ [T
02 .«__:// Te =3xIs | 0 il
0.1 0639) {11 L0212 )i
0 | 0 [ ]
100 5 10 5 10%mA 102 0" 10° 0 v

— I

bk

4) Ir = 2 x Ic bedeutet, der FluRstrom der Diode ist auf den doppelten Wert des Kollektorstroms einzustellen.
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CNY 17 F

Zuléssige Verlustleistung Zuldssiger Vorwirtsstrom
fiir Transistor und Diode der Diode
mW Prot = £ (Ty) mA p = £(Ty)
200 120
Piof IF
150 ] 90 |1
Transistor
100 - 60
AN \
Diode-
50 30 B
AN N A N
0494 N 0495 N
0 0 [
0 25 50 75 100 °C 0 25 50 75 100 °C
=T —Ty

Stromiibertragungsverhiltnis
als Funktion der Belastungszeit

% 1=l
10 UCE =5V
I, R =1kQ
I Ty = 25°C
I =60mA
100 ; Ll MeBstrom = 10 mA
:-:::_-___ ~~—L~ =97 ° Aussagesicherheit S = 60%
T~ N ---\_~~~---
M —— | 3 — 50%
‘-n\\\
90 =~50, L1
! |
| |
B | -
. i 507
80 L L LU
10" 10? 10° 10 10° h
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Optokoppler 4,4 kV
fur hohe Anforderungen

CNY 17

(TRIOS®) 1)

Das Koppelelement CNY 17 besitzt als Sender eine GaAs-Lumineszenzdiode, die optisch mit
einem Silizium-Planar-Fototransistor als Empfanger gekoppelt ist. Das Bauelement ist in ein

DIP-6-Kunststoff-Steckgehéduse eingebaut.

Das Koppelelement ermdglicht die Ubertragung von Signalen zwischen zwei galvanisch
getrennten Stromkreisen. Der Potentialunterschied zwischen zu koppelnden Schaltungen
darf die maximal zulassigen Bezugsspannungen nicht iberschreiten.

Q) (siehe Seite: 2C)

Merkmale

® |solationsprifspannung: 4400 V
® Hohe Koppelfaktoren
bei 10 mA: 40...320%
bei 1 mA: 13... 90%
® Kurze Schaltzeiten
® Geringe Degradation des
Koppelfaktors; siehe Diagramm
Ic/le = £ (1)
® 100% Burn-in bei [r = 50 mA,;
Ty=60°C; t= 24 h

Typ | Bestellnummer
CNY 17-1 Q62703-N86
CNY 17-2 Q62703-N87
CNY 17-3 Q62703-N88
CNY 17-4 Q62703-N89

8,7

N3
+~
~ 1
35
33

~O_\-
mm
65 |
6.3 2,56
Rastermall
10 o 16 Anode _1§Z‘
20 15  Kathode -2}~
30 & nichtbelegt -3}~

Gewicht etwa 0,7 g

1) TRIOS® =« Transparenter lonenschirm

6-Basis
5-Kollektor
L - Emitter

® Feldeffektstabil durch TRIOS!)

® Temperaturstabil

® Gute Linearitat des Koppelfaktors
in Abhéngigkeit vom FluRstrom

® Hohe Kollektor-Emitter-Spannung
Uggo= 70V

® Geringe Séattigungsspannung

® Geringe Koppelkapazitat

® Basis extern beschaltbar
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CNY 17

Grenzdaten

Sender (GaAs-Diode)
Sperrspannung
Vorwartsgleichstrom
VorwartsstoRBstrom (t = 10 ps)
Verlustleistung

Empféanger (Si-Fototransistor)
Kollektor-Emitter-Spannung
Emitter-Basis-Spannung
Kollektorstrom
Kollektorstrom (¢ = 1 ms)
Verlustleistung

Optokoppler
Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Sperrschichttemperatur
Léttemperatur (max. 10 s)1)
Isolationspriifspannung?)

zwischen Sender und Empfanger,

bezogen auf Normklima 23/50 DIN 50014
Kriechstrecke
Luftstrecke

Kriechstromfestigkeit

Nach VDE 0110 8§ 6 Tabelle 3 und
DIN 53480/VDE 0303 Teil 1.

Isolationswiderstand (U,o = 500 V)

1) Tauchlotung: Eintauchtiefe = 3,6 mm
2) Priifgleichspannung nach DIN 57883, Entw. 4/78

32

Ir

]FSM
Ptot

UIO

KB

60
2,5
100

70

50
100
150

-40...+150
-40...+100
100
260

4400
min 8,2
min 7,3

=100
(Gruppe 3)
101




CNY 17

Kenndaten (7, = 25°C)
Sender (GaAs-Lumineszenzdiode)

DurchlaRBspannung (7 = 60 mA)
Durchbruchspannung (/z = 10 pA)
Sperrstrom (Ug = 6 V)

Kapazitat (Ugr = 0 V; f= MHz)
Warmewiderstand?)

Empfédnger (Si-Fototransistor)

Kapazitat (Uge = 5 V; f= 1 MHz)
(Ug=5V; f=1 MHz)
(Us=5V,; f=1 MHz)

Warmewiderstand ')

Optokoppler
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
(Ir=10 mA; I = 2,5 mA)
Koppelkapazitat

1,25 (= 1,65)
30 (=6)

0,01 (=10)
40

750

6.8
8,5
11
500

0,25 (= 0,4)
0,565

Die Optokoppler werden nach dem Stromiibertragungsverhéltnis I/Iz bei U= 5V gruppiert
und mit arabischen Ziffern gekennzeichnet.

Gruppe 1 2 3 4

I/I: (I = 10 mA) 40...80 63...125 100...200 | 160...320 %
I/I: (= 1 mA) 30 (> 13) 45 (> 22) 70 (> 34) 90 (> 56) %
Kollektor-Emitter-

Reststrom Ieeo | 2 (= 50) 2 (=50) 5 (= 100) 5 (= 100) nA
(Ue=10V)

1) Ruhende Luft, Koppler in Leiterplatte oder Sockel gelétet.
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CNY 17

Schaltzeiten (Definitionen siehe Seite 18)

Linearbetrieb (ohne Sattigung)

Ir R=T5Q
o—_ = Ug=5V
Vimat Q1
o—{——3}— —0
L1Q
L— ©o
Lastwiderstand R 75 Q I =10 mA
Einschaltzeit toin 3,0 (£5,6) us U= 5V
Anstiegszeit t 2,0 (< 4,0) us Ty = 25°C
Ausschaltzeit tous 2,3(=4,1) us
Abfallzeit t 2,0 (= 3,5) us
Grenzfrequenz 7y 250 kHz
Schalterbetrieb (mit Sattigung)
+5V
L, 14Q  Ug=5V 27kQ

—_

Ci oder 2 TTL-Eingdnge TTL - Pegel werden TTL

mit Pullup-Widerstand eingehalten, nicht
© von 2,7kQ jedoch TTL-Schalt-
o—[3— L————o zeiten
Gruppe 1 2 und 3 4
I =20 mA =10 mA I=5mA
Einschaltzeit toin 3,0 (=5,5) 4,2 (=8,0) 6,0 (=10,5) us
Anstiegszeit t. 2,0 (=4,0) 3,0 (=6,0) 4,6 (= 8,0) us
Ausschaltzeit tous 18 (= 34) 23 (=39) 25 (=43) ps
Abfallzeit t; 11 (= 20) 14 (= 24) 15 (= 26) ps
UCE sat 0125 (é 014) V
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CNY 17

Minimales Stromiibertragungs-
verhiltnis als Funktion

vom Diodenstrom

(Ty = 25°C, Uce=5V)

%% = f(If)
300 —

I,
]F min

200

100

N
AVA AN ~N
N\
—\C
—

EA\RN

1\ N\
X
B

_.
(=)

(=]
-
2
~

Stromiibertragungsverhiltnis
(typisch) als Funktion

vom Diodenstrom

(Tu=0°C, Ucg =5V)

vy 1S = 71

102 4 =

10! 4 m
107 2 5 100 2 5 10" 2mA

D
N

3

>

Stromiibertragungsverhéltnis
(typisch) als Funktion

vom Diodenstrom

(Ty = -25°C, Uce = 5 V)

Yy 1= £ UIp)

I 103
If
5
: JiES
/ 3
el /’————-
102 A L2
A ]
yARN I 1
5 7 iz T
yAW 40)" P
/ // y. /
4 /'
i U
d
10! n
072 5 1°2 5 10 2mA
—>[F
Stromiibertragungsverhiltnis
(typisch) als Funktion
vom Diodenstrom
(Ty= 25°C, Ucg = 5 V)
9 18 = £
10°
Lo
If
‘ 5
41
2 ’__,-/—
LA
/ L] 2
102 H
A 7
A =
5 YT A 7 H
W A
A/
/
NP4
/
/
o / / lln

1012 5 100 2 5 10" 2 mA
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CNY 17

I

IF

36

Stromiibertragungsverhiltnis
(typisch) als Funktion

vom Diodenstrom

(Tyu = 50°C, Ucg =5 V)

% % = fUlp)

108
5
) __ari-
AT A
102 adl[|:
/' 1
5 /I /r/ A
Ay o
AL
4
2 / // d y
/ / i
101 Y Iin
10" 2 5 100 2 5 10" 2 mA

Stromibertragungsverhiltnis
(typisch) als Funktion

von der Temperatur
(Ilr=10mA, Ucg=5V)

% %= f(n

103
5
4
2 3
102 2 =
1
5 T
2
107 1T
-25 0 25 50 75°C

Stromiibertragungsverhéltnis
(typisch) als Funktion

vom Diodenstrom

(Tu=175°C, Ucg=5V)

% IS = £(p)

10°
L
Ig
Y 5
4
: Pyl
]
102 anzalina
LA // - 1_
5 ALY
AL A LA
// // / ,/
, LA
Ui
i
10 // V. 1~

1072 5 100 2 5 10" 2 mA

—IF
Transistorkennlinien
(Stromverstarkung B = 550)

- (Ty = 25°C, Ir = 0)

Ic = f(Uce)
mA
30
1o | [0e34
Tg=40pAT
20 ]
]3= 30‘J.A*
/
| Ig= 20 A
0
Ig= 10pA
T
Ig= S5PA-
- Ig= 2pA-
o 1T
0 5 10 15V
—Uce



CNY 17

Iero

Ausgangskennlinien (typisch)

(Ty = 25°C)
Ic = f(Uck)
Basis nicht beschaltet
mA
30
. T
| \0835 Ir=14mA
| A1
e R
S T | Tp=12mA
20 = B o B S
/ 1] Ip=10mA
//
LT RN
pr’—— Ir= 8mA+
|t [ T
10 Vi [F= 6mA
= e —— T 1
Ig= 4AmA |
T 11T
Jg=1mA| |Jg= 2mA
Ll L1
0 T 11 |
0 5 10 15V
Uce

Kollektor-Emitter-Reststrom (typisch)
des Transistors
(Ty = 25°C, I = 0)

Iceo= (T
LA
100
5
UCE=40V [ /
Uge=10viJ1 [
VI TY
10"
ra
5
/| /.
A
i
5 Y.
) =
L/
103
-25 0 25 50 75 100°C
——T

Vorwiértsspannung (typisch)

der Diode
U = f(If)
v
12
25°CH]
/ 50°C
75°C
/
/¢ /
/
/’ // /
Y
1,0 ’/
bl /
I'¢ L1
f 0509
v ,
0,9
10" 10° 10 102 mA

___’IF

Transistor-Kapazitidten (typisch)

(Tu = 25°C, f= 1 MHz)
C=1(Ue)

pF
24
22 i
20 N

18

Cce

et

(0627

(= N R )

10z 107 100 10! 102v
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CNY 17

Sittigungsspannung (typisch) als Sattigungsspannung (typisch) als
Funktion von Kollektorstrom und Funktion von Kollektorstrom und
Aussteuerungsgrad?) fiir Gruppe 1 Aussteuerungsgrad fiir Gruppe 2
(Ty = 25°C) (Tu = 25°C)
\% UcEsat = f(lc) v Ucesat = f (Ic)
1.0 10
09 09
Ucksat Ucksat
08 08
07 0.7
06 Te=3xIc 111 06
0.5 05
/ 1m0k
04 / 04 /
03 03
4 - y
/ \ ’/ IF = 3X]C
02~ a 02 21 Ly
P~
01 0637H 0.1 0638T]
|
01n0 5 101 5 102 mA OmO [ 1n! £ 102 - A
v v w ~ TN v ~J w J WA
— —
Sattigungsspannung (typisch) als Sattigungsspannung (typisch) als
Funktion von Kollektorstrom und Funktion von Kollektorstrom und
Aussteuerungsgrad fir Gruppe 3 Aussteuerungsgrad fiir Gruppe 4
(Ty = 25°C) (Ty = 25°C)
\ Ucesat = f(Ic) v Ucessat = f (Ic)
1.0 l ‘ l 1,0 T
= r.4+HH L0
Uggsat 09 fr=lc Ugsar %3
1 08 / 08
07 / 0.7
06 06 / T
05 y 05
» /
04 a 04 /
03 Al = 2xIc 03 /
/ AR =k
02 :,/ F=3xIgl] 02 - A
=eh A 1= 3x 0o
01 063917 01
|
0 0
100 5 10 5  10ZmA 100 5 10 5 10ZmA
—n “’]C

4) Ir = 2 x Ic bedeutet, der FluBstrom der Diode ist auf den doppelten Wert des Kollektorstroms einzustellen.
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CNY 17

Zuldssige Verlustleistung
fiir Transistor und Diode
mw Prot=f(Tu)

200
Pfof
150 . R
Transistor
100
N -
Diode—
50 —t
AN N
0491 N
0
0 25 50 75 100 °C

Zulassige Impulsbelastbarkeit
(D = Parameter, Ty = 25°C)

A Ir=f(1)
4
10 e
1111 T 1
- i
e EiT I 1]
D=0 T —>
Do
wag 0.02
00
0]
L NN
10,2
e SUAINRS:
[ RN
05 TN

/

10 1

o
(]

LB o e

10° 10 102 107 10" 10° 10's

—T

mA
120

I

}

|90

60

30

pF
50

40
30

20

Zuldssiger Vorwirtsstrom

der Diode
Ig=f(Ty)
N
N
______ } N
0495 N
0 25 50 75 100 °C
Ty
Diodenkapazitét (typisch)
(Ty = 26°C, f= 1 MHz)
C="f(Un)
T
™
\\
N Ll
N
/0212 i
[
102 0’ 10° 0 v
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80
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Stromiibertragungsverhéltnis

als Funktion der Belastungszeit

% =)
Uge=5V
RL =1 kQ
Tu = 256°C
]F = 60 mA
., LI MeBstrom = 10 mA
TTrr— m 95' 7 Aussagesicherheit S = 60%
T F— nlie 0/1
sy
-H--\\ 59, __#_
|
507
10° 10° 0’ 10" 10° h



Optokoppler 2,8 kV SFH 600
fiir hohe Anforderungen (TRIOS®) 1)

Das Koppelelement SFH 600 mit groRem Stromiibertragungsverhéltnis besitzt als Sender
eine GaAs-Lumineszenzdiode, die optisch mit einem Silizium-Planar-Fototransistor als Emp-
fanger gekoppelt ist. Das Bauelement ist in ein DIP-6-Kunststoff-Steckgehause eingebaut.
Das Koppelelement erméglicht die Ubertragung von Signalen zwischen zwei galvanisch
getrennten Stromkreisen. Der Potentialunterschied zwischen zu koppelnden Schaltungen
darf die maximal zulassigen Bezugsspannungen nicht tberschreiten.

YA\ (siehe Seite 20)

Merkmale
® |solationsprifspannung: 2800 V ® Feldeffektstabil durch TRIOS
® Hohe Koppelfaktoren ® Temperaturstabil
bei 10 mA: 40...320% ® Gute Linearitdt des Koppelfaktors
bei 1 mA: 13... 90% in Abhéngigkeit vom FluRstrom
® Kurze Schaltzeiten ® Hohe Kollektor-Emitter-Spannung
® Geringe Degradation des Ugo=70V
Koppelfaktors; siehe Diagramm ® Geringe Sattigungsspannung
I/l = F(1) ® Geringe Koppelkapazitat
® 100% Burn-in bei /r = 50 mA; ® Basis extern beschaltbar

Ty,=60°C; t=24 h

Typ | Bestellnummer

SFH 600-0 Q68000-A7313
SFH 600-1 Q68000-A7314
SFH 600-2 Q68000-A7315
SFH 600-3 Q68000-A7316

U L6’5 -
6,3
RastermaR

10 o 6 Anode -1 gz\ 6-Basis
200 15 Kathode -2 ‘E 5-Kollektor
30 14 nichtbelegt -3 L-Emitter
Gewicht etwa 0,7 g

8,7

2 CL

2,55

T

1) TRIOS® = Transparenter lonenschirm
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SFH 600

(TRIOS®)

Grenzdaten
Sender (IR-GaAs-Diode)
Sperrspannung Ug 6 V
Vorwartsgleichstrom Ir 60 mA
VorwartsstoRstrom (¢t = 10 ps) Irsm 2,5 A
Verlustleistung Pyt 100 mW
Empfanger (Si-Fototransistor)
Kollektor-Emitter-Spannung Ucko 70 V
Emitter-Basis-Spannung Ukgo 7 V
Kollektorstrom Ic 50 mA
Kollektorstrom (= 1 ms) Icsm 100 mA
Verlustleistung Piot 150 mW
Optokoppler
Lagertemperatur Ts -65...+150 | °C
Umgebungstemperatur Tu -565...+100 | °C
Sperrschichttemperatur T; 100 °C
Léttemperatur (max. 10 s) 1) T, 260 °C
Isolationspriifspannung?)

zwischen Sender und Empfanger,

bezogen auf Normklima 23/50 DIN 50014 Upo 2800 V-
Kriechstrecke min 8,2 mm
Luftstrecke min 7,3 mm
Kriechstromfestigkeit
Nach VDE 0110 § 6 Tabelle 3 und KB =100
DIN 53480/VDE 0303 Teil 1. (Gruppe 3)
Isolationswiderstand (U, = 500 V) Ris 101 Q

1) Tauchlétung: Eintauchtiefe < 3,6 mm
2) Prifgleichspannung nach DIN 57883, Entw. 4/78
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SFH 600

Kenndaten (7, = 25°C)

Sender (IR-GaAs-Lumineszenzdiode)

DurchlaBspannung (/r = 60 mA) U 1,25 (=1,65) | V
Durchbruchspannung (/g = 10 pA) Ugr 30 (=6) \Y/
Sperrstrom (Ug = 6 V) I 0,01 (=10) pA
Kapazitat (Ug =0 V; f= 1 MHz) Co 40 pF
Warmewiderstand') Rinu 750 K/W
Empfanger (Si-Fototransistor)

Kapazitat (U = 5 V; f= 1 MHz) Cece 5,2 pF
(Ug=5V; f=1 MHz) Ces 6,5 pF
(Us=5V; f=1 MH2) Ces 9,6 pF

Warmewiderstand?) Rinsu 500 K/W

Optokoppler

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

(Ir =10 mA; I = 2,5 mA) Uck sat 0,25 (=0,4) \

Koppelkapazitat Cx 0,5 pF

Die Optokoppler werden nach dem Stromiibertragungsverhéltnis I./I; bei Uce = 5 V gruppiert
und mit arabischen Ziffern gekennzeichnet.

Gruppe 0 1 2 3

Ic/Ir (I: = 10 mA) 40...80 63...125 100...200 | 160...320 %
Ic/I: (I = 1 mA) 30 (> 13) 45 (> 22) 70 (> 34) 90 (> 56) %
Kollektor-Emitter-

Reststrom Iceo | 2 (= 35) 2 (= 3bH) 2 (= 35) 5(=70) nA
(Uce=10V)

1) Ruhende Luft, Koppler in Leiterplatte oder Sockel gel6tet.
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SFH 600

Schaltzeiten (Definitionen siehe Seite 18)

Linearbetrieb (ohne Sattigung)

Ip R=T58

o— - Ug=5V
(A C

o— {1 O

41Q

L— o

Lastwiderstand R, 75 Q
Einschaltzeit Loin 3,2 (=4,6) us
Anstiegszeit t, 2,0 (=3,0) us
Ausschaltzeit tas 3,0(=4,0) ps
Abfallzeit t; 2,5 (= 3,3) us
Grenzfrequenz fy 250 kHz

Schalterbetrieb (mit Sattigung)

I =10 mA
UB= 5V
Ty = 25°C

e 1hQ  Ug=5V 27kQ
o
v oder 2 TTL-Eingdnge TTL - Pegel werden TTL
mit Pullup-Widerstand eingehalten, nicht
© von 2,7k jedoch TTL-Schalt-
o——31— L zeiten
Gruppe 0 1 und 2 3
=20 mA Ir=10 mA It =5 mA
Einschaltzeit tein 3,7(=5,8) 4,5 (=6,2) 5,8 (= 8,0) us
Anstiegszeit t, 2,5(=4,0) 3,0 (=42 4,0 (=5,5) us
Ausschaltzeit taus 19 (= 25) 21 (= 27) 24 (= 31) s
Abfallzeit t; 11 (=14) 12 (=15) 14 (=18) us
UCEsat 0125 (é 0:4) \';
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SFH 600

Minimales Stromiibertragungs-
verhiéltnis als Funktion

vom Diodenstrom

(Ty= 25°C, Ucg =5V)

o 1= FUR
300
Ie . “ 0505
—min \_ ;
F |1
i
0
t |
200 1
|
AL
(NE
/
/
100 4 i
/ b 2
/ |
/ ’d\ 1‘
/ > ]
P / /’,—r? i~ 0
0 il |
107 10° 10° 107 mA
— IF
Stromiibertragungsverhiltnis
(typisch) als Funktion
vom Diodenstrom
(Ty=0°C, Ucg=5V)
yy 18 = 710
103
L ° n
Ir
L+
—
4/ |71
102 -
5 /, e
e LA Pl ]
g Pe o1l
P A HH
7 N 1
e // >
10° - 30
7
5
02)]
10° :
107 5 100 5 10'mA
—

Stromiibertragungsverhéltnis
(typisch) als Funktion

vom Diodenstrom
(Tu=-25°C, Uce=5V)

1
% % = f(If)
10°
I 5
Ir
t L —" | L
102 . =
5 ) - KI
A 2 e
A <
/ /, /”" 0 L1
S A7 !
2
10" /'/ 3
5
500
100 = - .
107" 5 10 5 10'mA
—1I
Stromiibertragungsverhaltnis
(typisch) als Funktion
vom Diodenstrom
(Tyu= 25°C, Ucg =5 V)
Ic
%= f(If)
10°
de
If
] i
102 / LTT]
7 =
5 V a 1
Pral
B >\
/// AT\ (1)__4_,
A
1 /// 2
10 3
Z
5
0503)]|
10°
107 5 100 5 10"mA



SFH 600

Stromiibertragungsverhiltnis
(typisch) als Funktion

vom Diodenstrom
(Tu=50°C, Ucgg=5V)

% %— = f(If)

10°
5
e
Ie
T
‘ 102 < T
5 (/"l ——
] RSB
A1 A 0]
V. A UA 1
10 ///// 2|1
i— 3
/I
5
(0499
100 L=
107 5 100 5 10'mA
—
Stromiibertragungsverhéltnis
(typisch) als Funktion
von der Temperatur
(Tu= 25°C, r=10mA, Uce=5V)
%S = £(n
10°
I 5
Ie
3 I e e
2
107 4] T
0
5 =
!
0501
10’ '
-25 0 25 50 75°C
—>7'

46

Stromiibertragungsverhiltnis
(typisch) als Funktion

vom Diodenstrom
(Tu=75°C, Ucg=5V)

Yy 1€ = FUR)

108
5
//‘—“-
102 —=
5 —A1— LA
A LA <11
1/ 1 f"\ ‘>\
/ v ///\ ?
10" a
,II %
5 d 1
P
10°
107 5 100 5 10'mA
—
Transistorkennlinien
(Stromverstédrkung B = 550)
(Tu= 25°C, UF=0,6 V)
Gruppe 2 und 3
A Ic = f(Uce)
30
+0497
25 T=40pA;
i b
//
20 /
I Ig=30pA
e
[P
15 H
Iy=20pA
I ]
10 Ig=15pA
p— 1
a I =10 pA]
5 fp— !
[ Ig = SpA
Ig = 2pA
0 I
0 5 10 BV



SFH 600

mA
40

I

Ausgangskennlinien (typisch)
(Ty = 25°C), Ig = O, Gruppe 2 und 3)
Ic = f(Uce)

gl
|
// I. =12mA
20 Va f
— | I 210mA
— |
I =TmA
et i
Ie=1mA It =2|pA
- [
0 I
0 S 10 1BV
> U
Kollektor-Emitter-Reststrom (typisch)
des Transistors
(Ty = 25°C, I = 0)
Iceo= (7
pA
100
I Uy, = 35V. /
CE0 CE /
107 / /
y ARy i
7/
7
/!
//
AN
Ue= 12V
10-2 L'/ ,’/
7 V4
y 4 ]
/
/
/ |
/ (0508)
1073 L—
0 25 50 75 100 °C
—_— T

Ur

11

10

0,9

pF
20

~

10

Vorwiértsspannung (typisch)
der Diode
Up=f(Ip)

25°CH
50°C
75°C

/ (os09)
v A

o
3,

Transistor-Kapazitédten (typisch)

(Ty = 25°C, =1 MHz)
C=f(Ue)

il

7
7

>

0496

v s

1072 0" 100

10’

0% VvV
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SFH 600

09
Ucksat

0.4
03
02
01

0

Sattigungsspannung (typisch) als
Funktion von Kollektorstrom und
Aussteuerungsgrad?) fir Gruppe 0
(Ty = 25°C)

UCEsat = f(IC)
Ir=3xIoHH
N ol
0686) 11
il
10° 5 10 5 10%mA

e — IC
Sattigungsspannung (typisch) als
Funktion von Kollektorstrom und
Aussteuerungsgrad?) fiir Gruppe 2
(Ty = 25°C)

Ucesat = f(Ic)

/
/
/
/
| Ie=2x1I, /
L
1
T
— - ~~H
Te =3x1, @
[ L1
10° 10' 102 mA

I

10

UEEsﬂf 0’9
08
0,7
0,6
05
0,4
0,3
0,2
0,1

0

Séattigungsspannung (typisch) als
Funktion von Kollektorstrom und

Aussteuerungsgrad+) fiir Gruppe 1
(Ty = 25°C)

Ucksat = £ (Ic)

1 I
2
- oy
I =2x1; \/
/
ALk =3x I,
10° 10 102 mA

= I

Sattigungsspannung (typisch) als
Funktion von Kollektorstrom und
Aussteuerungsgrad*) fir Gruppe 3
(Ty = 25°C)

Ucksat = f (Ic)

L=1—f
/1L
/
S I =2x 1,

1 11 LN

Vﬁ”’c 0490
I .
10° 10° 10 mA

— I

4) Ir = 2 x Ic bedeutet, der FluRstrom der Diode ist auf den doppelten Wert des Kollektorstroms einzustellen.
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SHF 600

Ptat

50

40

30

20

mwW
200

150

100

50

Diodenkapazitat (typisch)

(Ty = 25°C, f= 1 MH2)
C=7(Ur)

Il

Zulassige Verlustleistung
fiir Transistor und Diode
Prot = f(Ty)

IRY

|
Transistor
|

1

N

Diod‘e\:\Q

Zulassige Impulsbelastbarkeit

Ir=f(x)
nA (Tastgrad D = Parameter, Ty = 25°C)
4
10 P
T T T
- 1
I b7 I I
CD=01 ][] " te 7 —
g i
10? ;_ 0‘,92
K003
K01
0 21 s Vi ‘\
mma SRS
[ RN
NN
102 0,'5 m s il
FDC !
I
I
[
y
E05065M‘
10° 10 102 107 10" 10° 10's
T
Zuldssiger Vorwartsstrom
der Diode
Ir=1f(Tu)
mA
120
I¢
90— - _—
60
N
N
30 —
AN
0495 N
0
0 25 50 75 100 °C
7-U
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SHF 600

Stromiibertragungsverhiltnis
als Funktion der Belastungszeit

I
y # =1(y
10 T Ueg=5V
IC RL = 1 kQ
T Ty, = 60°C
T ! I =60mA
! MeBstrom = 10 mA
100 =959, . .
= il \ 5% ?ﬁﬂw Aussagesicherheit S = 60%
ST —ll L
— L TTT—=—50%
R
“~~~H'4\\
90 ; 5% J4+HH
|
RN -
i | ‘ R,@
80 i | l ‘ rufl
10" 10? 10° 10* 10° h
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Optokoppler 5,3 kV SFH 601
fiir hohe Anforderungen (TRIOS®) 1)

Das Koppelelement SFH 601 mit groRem Stromibertragungsverhéltnis und hoher Isolations-
priffspannung besitzt als Sender eine GaAs-Lumineszenzdiode, die optisch mit einem Sili-
zium-Planar-Fototransistor als Empfanger gekoppelt ist. Das Bauelement ist in ein DIP-6-
Kunststoff-Steckgehéuse eingebaut.

Das Koppelelement ermoglicht die Ubertragung von Signalen zwischen zwei galvanisch
getrennten Stromkreisen. Der Potentialunterschied zwischen zu koppelnden Schaltungen
darf die maximal zuldssigen Bezugsspannungen nicht {iberschreiten.

QAN (siehe Seite 20)

Merkmale
® |[solationspriifspannung: 5300 V ® Feldeffektstabil durch TRIOS?)
® Hohe Koppelfaktoren ® Temperaturstabil
bei 10 mA: 40...320% ® Gute Linearitat des Koppelfaktors
bei 1 mA: 13... 90% in Abhangigkeit vom FluRstrom
® Kurze Schaltzeiten ® Hohe Kollektor-Emitter-Spannung
® Geringe Degradation des Ucgo= 70V
Koppelfaktors; siehe Diagramm ® Geringe Sattigungsspannung
I/= (8 ® Geringe Koppelkapazitéat
® 100% Burn-in bei Ir = 50 mA; ® Basis extern beschaltbar

Tu=60°%C; t=24h

Typ | Bestellnummer

SFH 601-1 Q68000-A7318
SFH 601-2 Q68000-A7319
SFH 601-3 Q68000-A7320
SFH 601-4 Q68000-A7321

Ay

8,7

tnm
mm
o=
mm
65 _|
63 2,54
Rastermal}
10 o 6 Anode -1 gz\ 6-Basis
20 15 Kathode -2 ‘E S-Kollektor
3( [14 nichtbelegt -3~ L-Emitter

Gewicht etwa 0,7 g

1) TRIOS® 2 Transparenter lonenschirm
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SFH 601

Grenzdaten

Sender (GaAs-Diode)

Sperrspannung Ur 6 \'%
Vorwartsgleichstrom It 60 mA
VorwaértsstoBstrom (¢ =10 ps) Iesm 2,5 A
Verlustleistung Piot 100 mwW
Empfanger (Si-Fototransistor)

Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 70 Vv
Emitter-Basis-Spannung Uego 7 \)
Kollektorstrom I 50 mA
Kollektorstrom (t = 1 ms) Icsm 100 mA
Verlustleistung Pioy 150 mw
Optokoppler

Lagertemperatur Ts -40...+150 | °C
Umgebungstemperatur Ty -40...+100 | °C
Sperrschichttemperatur T; 100 °C
Léttemperatur (max. 10 s) 1) N 260 °C

Isolationsprifspannung?)
zwischen Sender und Empfanger,

bezogen auf Normklima 23/50 DIN 50014 Upo 5300 V-
Kriechstrecke min 8,2 mm
Luftstrecke min 7,3 mm

Kriechstromfestigkeit

Nach VDE 0110 § 6 Tabelle 3 und KB =100
DIN 53480/VDE 0303 Teil 1. (Gruppe 3)
Isolationswiderstand (U,o = 5600 V) Ris 101 Q

1) Tauchl6tung: Eintauchtiefe =< 3,6 mm
2) Priifgleichspannung nach DIN 57883, Entw. 4/78
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SFH 601

Kenndaten (7, = 25°C)

Sender (GaAs-Lumineszenzdiode)

Durchla8spannung (/s = 60 mA) U 1,25(=1,65) | V
Durchbruchspannung (/g = 10 pA) Ugr 30 (=6) Vv
Sperrstrom (Ug = 6 V) I 0,01 (=10) pA
Kapazitat (Us =0 V; f= 1 MHz) Co 40 pF
Warmewiderstand ') Rinu 750 K/W
Empfanger (Si-Fototransistor)

Kapazitat (Ugge = 5 V; f= 1 MHz) Cee 6,8 pF
(Ugg =5V, f=1 MHz) Ces 8,6 pF
(Ug=5V; f= 1 MHz) Ces 11 pF

Warmewiderstand?) Rinou 500 K/W

Optokoppler

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

(lr =10 mA; I = 2,56 mA) Uck sat 0,25 (= 0,4) \%

Koppelkapazitéat Cy 0,55 pF

Die Optokoppler werden nach dem Stromiibertragungsverhaltnis I/ bei Ucg = 5 V gruppiert
und mit arabischen Ziffern gekennzeichnet.

Gruppe 1 2 3 4

I/l (I = 10 mA) 40...80 63...125 100...200 | 160...320 %
Ic/Ir (I = 1 mA) 30 (>13) 45 (> 22) 70 (> 34) 90 (> 56) %
Kollektor-Emitter-

Reststrom Iego| 2 (= 50) 2 (=50) 5 (= 100) 5 (= 100) nA
(Ue =10 V)

1) Ruhende Luft, Koppler in Leiterplatte oder Sockel gelbtet.
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SFH 601

Schaltzeiten (Definitionen siehe Seite 18)

Linearbetrieb (ohne Sattigung)

Ir R=T5Q
o—— 7 Ug=5V
\/ame ¢
o—{——1— —o
L1Q
b5
Lastwiderstand R, 75 Q I =10 mA
. . Ug= BV
| ' <5, B
Einschaltzeit toin 3,0 (=5,6) ps T. = 25°C
Anstiegszeit t, 2,0 (=4,0) s
Ausschaltzeit tous 23((=4.1) us
Abfallzeit t 2,0 (=3,5) us
Grenzfrequenz fy 250 kHz
Schalterbetrieb (mit Sattigung)
+5V
2,7kQ
Ie hQ  Up=5V
o—2 -
€ it
R mit Pullup-Widerstand jedoch TTL-Schalt-
von 2,7k zeiten
o—[—3— L
Gruppe 1 2 und 3 4
Einschaltzeit toin 3,0 (=5,5) 4,2 (= 8,0) 6,0 (= 10,5) us
Anstiegszeit t, 2,0 (=4,0) 3,0 (=6,0) 4,6 (= 8,0) us
Ausschaltzeit taus 18 (= 34) 23 (=39) 25 (=43) us
Abfallzeit t; 11 (= 20) 14 (= 24) 15 (= 26) us
Ucgsat 0,25 (=0,4) \%
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SFH 601

Minimales Stromiibertragungs-
verhéltnis als Funktion

vom Diodenstrom

(Tu=25°C, Ucg=5V)

% %- = F ()

300 —
IF min
200
\\ i
/f
100 AT NE
/| | U
U
/f/ W~~~ ?2
H ”
::,\— ;/va,r' I~ 1
. i
107 100 101 102 mA

—

Stromiibertragungsverhiltnis
(typisch) als Funktion

vom Diodenstrom

(Tu=0°C, Uce=5V)

yy 7 = FUUF)

103
I

If

5

N
T

Stromibertragungsverhiltnis
(typisch) als Funktion

vom Diodenstrom

(Tu= -25°C, Ucg =5 V)

% %- = f{Fp)

I 103
Te
5
2 Z
AT L
/’ L1 1
102 4] L2
7= 1
5 » Ve T
/1 P
/ // // ,/
2 ll
/f
/
10 n

107 2 5 100 2 5 10" 2 mA
Stromiibertragungsverhéltnis
(typisch) als Funktion

vom Diodenstrom
(Tu= 25°C, Ucg = 5 V)

% 18 = (0

10°
Lo
I
\ 5
4
2 i
1 3
L
102 4/ ~TIllL2
/4 // .
/ v P
5 y4 7 TH
7 ’(
/AL A
Nl
/
4
10° / |l1

1072 5 100 2 5 10" 2 mA

——F
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SFH 601

Stromiibertragungsverhéltnis
(typisch) als Funktion

vom Diodenstrom

(Ty = 50°C, Ucg=5V)

% 1S = £Ulp)

103
I
If
5
4
2 sl
1
AT
A l 2
102 —~
A AT
/ /|
5 / A T
77
/M
2 / d
7
/ (29
10° / LiT
107 2 5 100 2 5 10" 2 mA
—;
Stromiibertragungsverhdltnis
(typisch) als Funktion
von der Temperatur
(Ir,=10mA, Ucg=5V)
Ic _
% 7 =N
o 107
Ir
5
4
2 3
-—w—“"""" i ERE
102 -
1
5 nE
2
101 I

56

-25 0 25 50 75°C

Ic

I

Stromiibertragungsverhaltnis
(typisch) als Funktion

vom Diodenstrom

(Ty = 75°C, Ucg = 5 V)

Ic
Y% 7= = £ (Ip)
3 IF

10
5
4
! PEIES
102 A2
17 r 7
5 // y l/’ "1
//' (/ / /1
A AL/
gl
101 / / L

1072 5 10° 2 5 10" 2mA
—F
Transistorkennlinien
(Stromverstarkung B = 550)
(Tyu = 25°C, Ir = 0)
Ic = f(Uc)
mA
30
| [0634)
To=40pAT
B 0_“;__
20 -
I EEEES
[ A
| Tg= 20 A
10
Ig= 10 pA
111
Ig= 5UA
Ig= 21AA
o I
0 5 10 15V
—Uce



SFH 601

mA
30

10

A
100

Iceo

10°

Ausgangskennlinien (typisch)

(Ty = 25°C)
Ic = f (Uce)
Basis nicht beschaltet
| {0835 ! ! ! !
] Ip=14mA |
| L4
///r T T
=7 IF =12mA]
T

LR
T | [7p=10mA

//
/11 R
T L - B
e T 1 7
LT Ie= 6mA
B EEame
Ie= 4mA |
ERREE
IIF=1mlA [F= 2mA
Ll LT
T T 1 | I |
0 5 10 15V
Uce

Kollektor-Emitter-Reststrom (typisch)
des Transistors

(Ty= 25°C, [r=0)

Iceo = f(7)

N
g
=)
1

Vorwirtsspannung (typisch)

der Diode
Ur = f(If)
\'
12
25°CHH
50°C
A 75°C
/Y
/ /
Al /) /
1,0 74
Bl /
y mRy
/’ 0509
" 10° 10" 102 mA
—_— IF
Transistor-Kapazitdten (typisch)
(Ty = 25°C, f= 1 MHz)
C=f(Ue)
pF
24
22 PR
ANY
20 \\\
18
\ )} CeB
16 \ CCB"“L"
14 5 Coe
12 N ~
10 \ﬁl\
\
8 N
6 h
N
4 A \:::
2 (0627
0 |
102 10" 100 10' 102V

e
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SFH 601

Ucksat

Ucksat

Sittigungsspannung (typisch) als
Funktion von Kollektorstrom und
Aussteuerungsgrad+) fiir Gruppe 1

(Ty = 25°C)

\% Ucesat = f(lc)
1.0
09
08
0.7
06 Ig= 3xIo
05 /
04 /
03 4
02 =~ A

N
01.00 5 10 5 102mA
Sattigungsspannung (typisch) als
Funktion von Kollektorstrom und
Aussteuerungsgrad fiir Gruppe 3
(Ty = 25°C)

V Ucksat = f (Ic)
1.0 ! I
09 I =Io 11t
08 /
07 /
06
05 J

/

04 |- <t
03 7 RO
02 ://IF=5x[C__
01 0639 7]

0 |

100 5 10 5 10ZmA

—1I

UCE sat

UCEsat

Sattigungsspannung (typisch) als
Funktion von Kollektorstrom und
Aussteuerungsgrad fiir Gruppe 2
(Tu = 25°C)

Vv Ucesat = f (Ic)
10
09
08
0.7
06
05 P
F=Zxic
04 //
03
\ /)( IF = 3)(10
02 e =
01 08387
|
01.00 5 10 5 10%mA
—
Séttigungsspannung (typisch) als
Funktion von Kollektorstrom und
Aussteuerungsgrad fiir Gruppe 4
(Tyu = 25°C)
V Ucesat = f (Ic)
10 T
08
0.7
06 FTo
05 Z
04 /
03
/l
LA Ie=2x1Ig
02 / ot
~— " Ir = 3 1o
01
0
100 5 10 5 102mA
__>IC

4) Ir = 2 x Ic bedeutet, der FluBstrom der Diode ist auf den doppelten Wert des Kollektorstroms einzustellen.
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SFH 601

1¢

Zuldssige Verlustleistung
fur Transistor und Diode
W Prot = F(Ty)

200

Transistol

L9 -

100

AN

Diod:}

50 N o]

- LN
&) N
0

0 25 50 75

Zulassige Impulsbelastbarkeit
(D = Parameter, Ty = 25°C)
Ir=f(x)

mA

10*

===

\
[
Il
(=)

10

AVANVII4
=)

—|
f

A

0 5
™~ ~

T
=3
N

=
f
7
1t/

J
v a

(=1

w
1
1
17/
14//4

=
o
~
s

o
(]

LA et
105 0% 107 107 107 10° 10's

—T

100 °C

Zulassiger Vorwartsstrom

der Diode
Ir = f (T
A F (Tu)
120
Ie
I 90 T
60
30 ——F——
N
0495 N
0
0 25 50 75 100 °C
- =T
]
Diodenkapazitat (typisch)
(Tyu= 25°C, f= 1 MHz)
C=f(UR)
pF
50
c
40 aug - T
~
N
N
30 T T ™
. Y
4 H N
20
0 F 8 -t
—
i (0212 LL
U U
10? 10" 10° 0 v
UR



SFH 601

/o
10

—

90

80

60

Stromiibertragungsverhiltnis
als Funktion der Belastungszeit

I
# =f(f)
Ug=5V
R, =1kKQ
T, = 25°C
I =60mA
o L. MeBstrom = 10 mA
S Saan i) = —95% Aussagesicherheit S = 60%
T T o
\‘ L T —— 50%
=
4 | i 5% —~——~Z
. 507 )|
L1 | et}
10" 102 103 10* 10° h



Optokoppler 5,3 kV SFH 601 G
mit gespreizten AnschluRstiften (TRIOS®) 1)

SFH 601 G sind Optokoppler, deren AnschluBpins auf das RastermaR von 10,16 mm
aufgebogen sind.

Far diese Optokoppler wurden folgende VDE-Normen beantragt:

VDE 0730, VDE 0750, VDE 0805, VDE 0806, VDE 0860, VDE 0860 HF, VDE 0883.

Merkmale, Grenzdaten, Kenndaten und MeRkurven entsprechen den Optokopplern SFH 601,
siehe Seite 51 bis 60.

Typ | Bestellnummer

1G-1 Q68000-A7393
1G-2 Q68000-A7188
SFH 601 G-3 Q68000-A7187
1G-4 Q68000-A7772

~N=
=
- 1
33

wn
m
0
mm
10,16+0.2 2,54
RastermaR
1 o [T16 Anode -1 BZ 6-Basis
X
2 [ 715 Kathode -2 E 5-Kollektor
3 [T &nichtbelegt -3} L -Emitter

Gewicht etwa 0,7 g

1) TRIOS® = Transparenter lonenschirm

61



Optokoppler 5,3 kV SFH 609
fiir hohe Anforderungen (TRIOS®) 1)

Das Koppelelement SFH 609 mit groRem Stromiibertragungsverhéltnis und hoher Isolations-
prifspannung besitzt als Sender eine GaAs-Lumineszenzdiode, die optisch mit einem Sili-
zium-Planar-Fototransistor als Empfanger gekoppelt ist. Das Bauelement ist in ein DIP-6-
Kunststoff-Steckgehduse eingebaut.

Das Koppelelement erméglicht die Ubertragung von Signalen zwischen zwei galvanisch
getrennten Stromkreisen. Der Potentialunterschied zwischen zu koppelnden Schaltungen
darf die maximal zulassigen Bezugsspannungen nicht iberschreiten.

W) (siehe Seite 20)

Merkmale
® |solationsprifspannung: 5300 V ® Feldeffektstabil durch TRIOS
® Hohe Koppelfaktoren ® Temperaturstabil
bei 10 mA: 40...200% ® Gute Linearitdt des Koppelfaktors
bei 1 mA: 13... 70% in Abhangigkeit vom FluRstrom
® Kurze Schaltzeiten ® Hohe Kollektor-Emitter-Spannung
® Geringe Degradation des Ucgo= 90V
Koppelfaktors; sieche Diagramm ® Geringe Sattigungsspannung

Geringe Koppelkapazitat
Basis extern beschaltbar

Ic/le= £ (1)
® 100% Burn-in bei Ir = 50 mA;
Tu=60°C; t= 24 h

Typ | Bestellnummer
SFH 609-1 Q68000-A7189

SFH 609-2 Q68000-A7252
SFH 609-3 Q68000-A7253

F 'l

p=3ad [}
3 2,54
RastermaR
10 o 6 Anode -1 gb 6-Basis
N

20 15  Kathode -2 |E 5-Kollektor
3 14 nichtbelegt -3} L-Emitter

Gewicht etwa 0,7 g

1) TRIOS® = Transparenter lonenschirm
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SFH 609

Grenzdaten

Sender (GaAs-Diode)

Sperrspannung
Vorwartsgleichstrom
VorwartsstoBstrom (t= 10 us)
Verlustleistung

Empfanger (Si-Fototransistor)
Kollektor-Emitter-Spannung
Emitter-Basis-Spannung
Kollektorstrom

Kollektorstrom (t= 1 ms)
Verlustleistung

Optokoppler

Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Sperrschichttemperatur
Loéttemperatur (max. 10 s) 1)
Isolationspriifspannung?)
zwischen Sender und Empfanger,
bezogen auf Normklima 23/50 DIN 50014
Kriechstrecke
Luftstrecke

Kriechstromfestigkeit

Nach VDE 0110 § 6 Tabelle 3 und
DIN 53480/VDE 0303 Teil 1.

Isolationswiderstand (U,o = 500 V)

1) Tauchl6tung: Eintauchtiefe = 3,6 mm
2) Prifgleichspannung nach DIN 57883, Entw. 4/78

UCEO

I CSM
Prot

Vo

KB

60
25
100

90

50
100
150

-40...+150
-40...+100
100
260

5300
min 8,2
min 7,3

=100
(Gruppe 3)
101

°C
°C

°C

63



SFH 609

Kenndaten (7, = 25°C)

Sender (GaAs-Lumineszenzdiode)

DurchlaRspannung (I = 60 mA) Ue 1,26 (=1,65) | V
Durchbruchspannung (/g = 10 pA) Ugr 30 (=6) \
Sperrstrom (Ug = 6 V) I 0,01 (=10) BA
Kapazitat (Ug = O V; f= 1 MHz) Co 40 pF
Warmewiderstand?) Rinou 750 K/W
Empféanger (Si-Fototransistor)

Kapazitat (U =5 V; f= 1 MHz) Cee 6,8 pF
(Us=5V; f=1 MHz) Ces 8,6 pF
(Ugg=5V; f=1 MHz) Ces 11 pF

Warmewiderstand?) Rinau 500 K/W

Optokoppler

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
(lr = 10 mA; I = 2,5 mA) Uck sat 0,25 (= 0,4) \Y,
Koppelkapazitat Cx 0,55 pF

Die Optokoppler werden nach dem Stromibertragungsverhaltnis I./I: bei Uce = 5 V gruppiert
und mit arabischen Ziffern gekennzeichnet.

Gruppe 1 2 3

Ic/I: (I = 10 mA) 40...80 63...125 100...200 %
I/ (I = 1 mA) 30 (> 13) 45 (> 22) 70 (> 34) %
Kollektor-Emitter-

Reststrom Icgo| 2 (=50) 2 (=50) 5 (= 100) nA
(Ue = 10V) ' :

') Ruhende Luft, Koppler in Leiterplatte oder Sockel gelétet.
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SFH 609

Schaltzeiten (Definitionen siehe Seite 18)

Linearbetrieb (ohne Sattigung)

I R=T5Q

o 0 =5V
— I=<—
Y k)t

o S M S— O

L1Q

L—— o

Lastwiderstand R 75 Q I =10 mA
Einschaltzeit tein 3,0 (=5,6) us U= BV

- . Tu = 25°C
Anstiegszeit t, 2,0 (=4,0) us
Ausschaltzeit tous 2,3(=41) us
Abfallzeit t; 2,0 (=3,5) us
Grenzfrequenz fy 250 kHz
Schalterbetrieb (mit Sattigung) sy

2,7kQ
e 1KQ  Up= 5V - .
— 4 - -Pegel werden TTL
GZ oder 2 TTL-Eingdnge eingehalten, nicht
ot PP Widerstand jedoch TTL-Schalt-
' zeiten
Gruppe 1 2und 3
=20mA | =10mA
Einschaltzeit toin 30(=5,5) | 42(=8,0) ps
Anstiegszeit t, 20(=4,0) | 3,0(=6,0 us
Ausschaltzeit taus 18 (= 34) 23 (= 39) us
Abfallzeit t; 11 (= 20) 14 (= 24) us
Uce sat 0,25 (= 0,4) \)
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SFH 609

Minimales Stromiibertragungs-
verhiltnis als Funktion

vom Diodenstrom

(Tu= 25°C, Ucg =5V)

% 18 = R

300 Ay
_f_c_ min @
I
200
100 J y 3
/
i Wi~ 2
A IS
W A 1
——:‘ ;////
0 -1 0 1 2
10 10 10 10° mA
___.__.—1

Stromibertragungsverhéltnis
(typisch) als Funktion

vom Diodenstrom

(Ty=0°C, Ucg =5V)

% 15 = 7 )

103
I
Ji
f s
2 ’3:
//’V—‘ 2
102 A~ J
/ I =
5 ganyy A
/// b
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) // ALLA
/
/1 0795
10" / ||||
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Stromiibertragungsverhiltnis
(typisch) als Funktion

vom Diodenstrom
(Tyu=-25°C, Ucg =5 V)

% 18 = fUp)

072 5 10° 2 5 100 2mA
—]

Stromiibertragungsverhiltnis

(typisch) als Funktion

vom Diodenstrom

(Ty = 25°C, Ucg =5 V)

% 15 = 1)
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I
Ji
F 5
z 3
-—‘/
2 atll 2
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SFH 609

Stromibertragungsverhiltnis
(typisch) als Funktion

vom Diodenstrom

(Ty = 50°C, Ucg=5V)

%, % = f(If)

10°
Ic
I
.
z 3
—w—’/
Pl
2
102 // =
—
/7 P, _
i 17
5 // L1
/| / pd
A
4BV
ai 0797
/1
10" i
107 2 5 1° 2 5 10" 2mA
—]
Stromiibertragungsverhiltnis
(typisch) als Funktion
von der Temperatur
(Ir=10mA, Uce=5V)
Ic _
Y% Ve (7N
102
I
]
s
2 3
et el
102 2 =
1
5 —
2
10! I L1 I

-25 0 25 50 75°C

Stromiibertragungsverhaltnis
(typisch) als Funktion

vom Diodenstrom

(Tu=75°C, Ucg = 5 V)

% 45 = FUlp)

103
I
]]F 5
2
3
—"—’_
102 A1 2
: L1 A 1
L/ / Pat
I/ / ,/
/1
2 l/ // /
/ / // U
/ Y 0798
10" yani i
107 2 5 10° 2 5 10" 2mA
Transistorkennlinien
(Stromverstarkung B = 550)
(Ty = 25°C, Ir= 0)
mA Ic = f (Ucg)
30
I —@3\4}
! Ig=40 A7
2 -
Ig= 30 LA
&
]B_ 20 |J.A
10 s
IB=‘ 10 A
1 1]
Ig= SpA-
Ig= 2pA
o )
0 5 10 15V
—Uce



SFH 609

Icro

68

Ausgangskennlinien (typisch)
(Ty = 25°C)
Ic = f(Ucg)

mA Basis nicht beschaltet

SO T
| 10635 Ig=14mA
N F

1T

///rl [

1 Te=12mA]

20T B i e

T | 7¢=10mA

] e

apEE==y T

p” [F= 8mA-

I ——— -

10 ] ]F= 6mA

EECRES 1T B

4 Ie= 4mA |

11T ]

Ie=ImA | [Ig= 2mA

T L1

0 . | I
0 5 10 15V

Uce

Kollektor-Emitter-Reststrom (typisch)
des Transistors
(Tu = 25°C, I[r= 0)

HA fceo=f(N
100
J
5
Uge=40V
Uge=10V4/ (/
107
7
5 7 r
/ /
/ /
o /
5 Y. y
1%L

-25 0 25 50 75 100°C

*__>7’

Vorwirtsspannung (typisch)

der Diode
v U = f(If)
12
Y
§ 25oc i
T 50°C
) // 75°C
11
/ / /
/ / /
/
/’ // /
v
1,0 4 T
/" /
y
4/ O;S
Vi
0,9 :
10" 10° 10° 102 mA
__._»I
¢
Transistor-Kapazitaten (typisch)
(CTU j(%js;’c, f= 1 MHz)
= ()
pF
24
c 22 Ry
N
20
18 ‘Q\
L Cep
16 Cea[]
A\ Ceoe L
14 \=i) CE
12 X X
10 Y \
\
N
8 N
6 ) N
4 N
L \:::
0627,
N
0 |
102 107 100 10' 102V
Ue




SFH 609

Séattigungsspannung (typisch) als Sattigungsspannung (typisch) als
Funktion von Kollektorstrom und Funktion von Kollektorstrom und
Aussteuerungsgrad+) fir Gruppe 1 Aussteuerungsgrad fiir Gruppe 2
(T = 25°C) (Tu = 25°C)
V Ucesat = f (Ic) V Ucksat = # (Ic)
10 10
09 09
Ucksat UCEsat
08 08
07 07
06 Ir=3xIc 06
05 05
/ | -2k
04 / 04 /
03 03
, 74 - 4
M N 1 fg=3xIg
02 02 T |
01 (0s37}4 01 06381
0 | 0 |
100 5 101 5 102mA 100 5 10 5 102mA
— 1 — 1

Sattigungsspannung (typisch) als

Funktion von Kollektorstrom und Diodenkapazitat (typisch)
Aussteuerungsgrad fiir Gruppe 3 (Tu = 25°C, f= 1 MHz)
v (Ty = 25°C) F C=f(UR)
UcEsat = f(Ic) p
] T
Upgsar 09 I = Lo TT77] c
08 L ] i
o / ™
X / \\
08 30 i
05 x\
//
04 20
03 A [F,=,2),(1C L [
/’ R
02 A ]ﬁ‘f . 0 b
01 08391 @m I
0 | 0 [

100 5 10 5 10ZmA 102 10" 10 0 v

e I —

R
4) Ir = 2 x Ic bedeutet, der FluRstrom der Diode ist auf den doppelten Wert des Kollektorstroms einzustellen.
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SFH 609

1§

70

Zulassige Verlustleistung
fur Transistor und Diode

Prot = f(Ty)
mwW
200
150 e
Transistor
100
AN ‘
Diodb\
50 e \
N
0494 \
0

Zulassige Impulsbelastbarkeit
(D = Parameter, Ty = 25°C)

mA fF=f(0
4
10 P
HH—~_‘L’_{- En
- il
bt L]
FO=01 Tl e 17—+
ol Tl
1Oa§ 0.02
£005Y
OIS
_0’5 PN N
mman SRLIRRS
TR
.08 TS
10 =

|

LA

105 10% 107 107 10" 100 10's

—T

mA
120

I

B

60

30

Zuldssiger Vorwirtsstrom der Diode

Ie= f(Ty)

| \\J
N\

0 25 50 75

— T

100 °C



SFH 609

O/O
10

I ~

C
F

|

100

90

80

Stromiibertragungsverhiltnis
als Funktion der Belastungszeit

Ic

==
E 11‘ Ue=5V
L R =1kQ
He Ty = 25°C
I =60mA
co MeRstrom = 10 mA
= ‘ %% Aussagesicherheit S = 60%
L TTTT— |
R i TTHT——50% __L
jj SRl
; M= it
1‘ i I
5 il
| i !
| 1 || o)
| L i ;
10! 10? 10° 10* 10° h
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Optokoppler 5,3 kV SFH 610
fiir hohe Anforderungen SFH 611
(TRIOS®) 1)

Die Koppelelemente SFH 610 und 611 mit groRem Stromiibertragungsverhaltnis, kleiner
Koppelkapazitat und hoher Isolationspriifspannung besitzen als Sender eine GaAs-Lumines-
zenzdiode, die optisch mit einem Silizium-Planar-Fototransistor als Empféanger gekoppelt ist.
Die Bauelemente sind in DIP-4-Kunststoff-Steckgehause eingebaut.

Die Koppelelemente ermdglichen die Ubertragung von Signalen zwischen zwei galvanisch
getrennten Stromkreisen. Der Potentialunterschied zwischen zu koppelnden Schaltungen
darf die maximal zulassigen Bezugsspannungen nicht Gberschreiten.

Die Koppler sind im 2,54-mm-Raster aneinanderreihbar und gelten als Nachfolgetyp fir die
Koppler im Metallgehduse. Der Unterschied zwischen dem SFH 610 und dem SFH 611
besteht in der spiegelbildlichen Anordnung der AnschluRpins. Dadurch kann man auf ein-
fache Weise Vielfachkoppler realisieren und herkémmliche Mehrfachkoppler ersetzen.

QAN (siehe Seite 20)

Merkmale
® |[solationsprifspannung: 2800 V ® Feldeffektstabil durch TRIOS
e Hohe Koppelfaktoren @ Temperaturstabil
bei 10 mA: 40...300% ® Gute Linearitat des Koppelfaktors
bei 1 mA: 13... 90% in Abhéngigkeit vom FluRBstrom
® Kurze Schaltzeiten ® Hohe Kollektor-Emitter-Spannung
® Geringe Degradation des Ucgo= 70V
Koppelfaktors, sieche Diagramm ® Geringe Sattigungsspannung
I/l = f(t) ® Geringe Koppelkapazitat
® 100% Burn-in bei I = 50 mA; ® Aneinanderreihbar im 2,54-mm-Raster
Tu= 60°C; t= 24 h ® Hohe Gleichtaktstorfestigkeit
Typ Bestellnummer

SFH 610-1 Q62703-N75
SFH 610-2 Q62703-N76
SFH 610-3 Q62703-N77
SFH 610-4 Q62703-N78

SFH 611-1 Q62703-N82
SFH 611-2 Q62703-N83
SFH 611-3 Q62703-N84
SFH 611-4 Q62703-N85

1) TRIOS® = Transparenter lonenschirm
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SFH 610

SFH 611
(TRIOS®)
;la.‘] "54068’
: A I
055,035 | || €

045 0,25 S—c
f—7,62— — 25— 'ﬂ

Rastermaf3 pa

SFH 610
6,4

e 1A Anode - 1 4 - Emitter
A
20 13  Kathode -2 ﬁ\{ 3 - Kollektor

SFH 611

10 A Kathode - 1=, ~ 4 - Kollektor
2o h3 anode 2| K5 ~Emitter

O Der Punkt kennzeichnet den Anodenanschiu®
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SFH 610

Grenzdaten

Sender (GaAs-Diode)
Sperrspannung
Vorwartsgleichstrom
VorwartsstoRstrom (t= 10 ps)
Verlustleistung

Empféanger (Si-Fototransistor)
Kollektor-Emitter-Spannung
Kollektorstrom
Kollektorstrom (t = 1 ms)
Verlustleistung

Optokoppler
Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Sperrschichttemperatur
Lottemperatur?)
Isolationspriifspannung?)
zwischen Sender und Empfénger,
bezogen auf Normklima 23/50 DIN 50014

Isolationswiderstand (U, = 500 V)

1) Tauchlétung: Eintauchtiefe = 3,6 mm
2) Prifgleichspannung nach DIN 57883, Entw. 4/78
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Ur
I

I; FSM

Ptot

UCEO

ICSM
Ptot

SFH 611
(TRIOS®)
6 \Y)
60 mA
2,5 A
100 mW
70 \)
50 mA
100 mA
150 mwW
-565...+150 °C
-65...+100 °C
100 °C
260 °C
2800 V-
10n Q




SFH 610

Kenndaten (7, = 25°C)

Sender (GaAs-Lumineszenzdiode)

DurchlaBspannung (/ = 60 mA)

Durchbruchspannung (Ilz = 10 pA)
Sperrstrom (Ug = 6 V)
Kapazitdt (Ur =0 V; f=1 MHz)
Warmewiderstand)

Empfanger (Si-Fototransistor)
Kapazitat (U = 5 V; f= 1 MHz)
Warmewiderstand')

Optokoppler

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

(s = 10 mA; I. = 2,5 mA)

Koppelkapazitat

SFH 611

(TRIOS®)
1,25 (=1,65) | V
30 (=6) \
0,01 (=10) pA
25 pF
750 K/W
6,8 pF
500 K/W
0,25 (=0,4) \%
0,35 pF

Die Optokoppler werden nach dem Stromiibertragungsverhaltnis I/ I bei Ucs = 5 V gruppiert
und mit arabischen Ziffern gekennzeichnet.

Gruppe 1 2 3 4

Ic/Is (I: = 10 mA) 40...80 63...125 100...200 | 160...320 %
I/l (I = 1 mA) 30 (> 13) 45 (> 22) 70 (> 34) 90 (> 56) %
Kollektor-Emitter-

Reststrom Iceo| 2 (= 50) 2 (=50) 5 (= 100) 5 (= 100) nA
(Ue=10V)

1) Ruhende Luft, Koppler in Leiterplatte oder Sockel geldtet.
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SFH 610

SFH 611
(TRIOS®)
Schaltzeiten (Definitionen siehe Seite 18)
Linearbetrieb (ohne Séattigung)
Ir R=750
o= Ug=5V
=K
470
o—
Lastwiderstand Ry 75 Q L =10 mA
Einschaltzeit Loin 3,0 (=5,6) us Us= 5BV
B - Ty = 25°C
Anstiegszeit t, 2,0 (=4,0) s
Ausschaltzeit taus 2,3 (=4.1) ps
Abfallzeit t; 2,0 (= 3,5) ps
Grenzfrequenz fy 250 kHz
Schalterbetrieb (mit Sattigung)
+5V
2,7kQ
e 1k0  Ug=5V
@; oder 2 TTL-Einginge enghaen. aieht m
it Pullop-Widerstand jedoch TTL-Schalt-
von 2, zeiten
Gruppe 1 2und 3 4
I.=20 mA =10 mA Ir=5mA
Einschaltzeit toin 3,0 (= 5,5) 4,2 (=8,0) 6,0 (= 10,5) s
Anstiegszeit t 2,0 (=4,0) 3,0 (=6,0) 4,6 (= 8,0) us
Ausschaltzeit taus 18 (= 34) 23 (= 39) 25 (= 43) us
Abfallzeit t; 11 (= 20) 14 (= 24) 15 (= 26) ps
Uce sat 0,25 (= 0,4) Vv
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SFH 610
SFH 611
(TRIOS®)

Gleichtaktstorfestigkeit

Uber die Koppelkapazitat werden Anderungen des Potentialunterschieds zwischen Sender
und Empfanger auf den Ausgang (Kollektor-Emitter) als Stérimpuls (ibertragen. Dadurch
kann die Funktion der Schaltung beeintrachtigt werden. Eine wesentlich verbesserte Gleich-
taktstorfestigkeit zeigen Optokoppler ohne Basiskontaktierung, da der auf den Basisanschluf®
eingekoppelte Teil der Ladung, der zusatzlich mit der Stromverstarkung des Transistors (B
typ. 400) verstarkt wird, dann weitgehend entfallt. Eine weitere Verbesserung kann durch
eine Kapazitat zwischen Kollektor und Emitter erreicht werden, die bei entsprechender
Dimensionierung kaum EinfluR auf die Schaltzeit hat.

MeRaufbau fiir Impulsdiagramme

1_F> 1kQ
Ug=10V
470
Ausgang (5V)
T (y—

)

\ Ny
Pulsgenerator

Uce (5 V) wird durch Jf eingestelit.

Eingangsimpuls (Impulsgenerator)
10ns
_,.} r__

o

Ausgangsimpuls (typisch)

~10ns

Us 15 MY —om |

|
1
|
|
|
|
|
|
I
|
|
|

|
|
A} ——={ ~700ns f=—
! ‘
l
|
|
|

— - !
Us=15mV ;

i

|

i |
—={=700ns F=— :
|

|

|
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SFH 610
SFH 611
(TRIOS®)

Stromiibertragungsverhiltnis
(typisch) als Funktion
von der Temperatur
(Ir=10mA, Ucg =5 V)
Ic
% =M
I 108
Ir

102

-25 0 25 50 75°C

—T

Ausgangskennlinien (typisch)
(Ty = 25°C
Ic = f(Uce)

mA

30
g 7]
| 10635, Ig=14mA
Ic
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Minimales Stromiibertragungs-
verhéltnis als Funktion

vom Diodenstrom

(Ty = 25°C, Ucg =5 V)

vy 1= £ )

300 —
IF min
200

Al
/
100 A
/A
/|
4 VN2
,// g ‘,.\1
’M A
:»‘:'5/1
0 = -
1071 100 107 102 mA

Vorwartsspannung (typisch)

der Diode
Ur = f ()
v
12
U,
N 25°C {
T / 50°C
75°C
11 / /
A/
/
/ /
v // /
Vv
1,0 i/
W /
( —
) N
0,9 i
10’ 10° 10 102 mA



SFH 610

SFH 61®1
(TRIOS®)
Transistor-Kapazitaten (typisch) Zulassige Impulsbelastbarkeit
(Ty = 25°C, f= 1 MHz) Ir=f (1)
C = f(Ucg) (Tastgrad D = Parameter, Ty = 25°C)
pF mA
A
2 10 FHFFFH T FTEEFER
c 2 T 1“* 11
- T
T 20 ' e OD;"‘TI - fe 110
FUEV e T —
BT T E 0,0057H H
N 0,01
16 10} N 0,02
£0053
14 e 3
12 Lo?2 o ), N
Al T T
10 CE LTSRS
05 IRBRISSS
8 N 10% =F T L
N  DC
6
A
- N jymi
20859 0506) 1
0 o L IO OO LR o
102 10" 100 10’ 107V 105 10% 103 102 107 10° 10's
— U —T
Zulassige Verlustleistung Zulassiger Vorwirtsstrom
fiir Transistor und Diode der Diode
Prot = f(Tu) Ir=7(Tu)
mw mA
200 120
Prt I — I
150 : —— [ 90 e e —
Transistor
100 60
Diode’\\
50 - \ 30 ——F———-1 d

L N N
2 A © \
0 0

0 25 50 15 100 °C 0 25 50 75 100 °C
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Optokoppler

&b
22
NN
NN
ooN

Die Koppelelemente 4 N 25, 26, 27, 28 besitzen als Sender eine GaAs-Lumineszenzdiode, die
optisch mit einem NPN-Silizium-Fototransistor als Empfénger gekoppelt ist.

Die Bauelemente sind in ein DIP-6-Kunststoff-Steckgehéuse eingebaut. Die Koppelelemente
ermoglichen die Ubertragung von Signalen zwischen zwei galvanisch getrennten Stromkrei-
sen. Der Potentialunterschied zwischen zu koppelnden Schaltungen darf die maximal zuléssi-
gen Bezugsspannungen nicht liberschreiten.

YA\ (siche Seite 20)

Merkmale

® |solationsprifspannung: 500...2550 V
® Geringe Koppelkapazitat
® Basis extern beschaltbar

Typ | Bestellnummer
4 N 25 Q68000-A5018
4 N 26 Q68000-A5017
4 N 27 Q68000-A5707
4 N 28 Q62703-N26

- inm
mm
\\ o
mm
6,5
b D
63 2,54
RastermaR
104 o 1) Anode -1 gz 6-Basis
- 2
2 15  Kathode -2 E 5-Kollektor
2 M) nichthalant AL L _Emittar
30 4 nichtbelegt -3 L-Emitter

Gewicht etwa 0,7 g
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4N 25,4 N 27
4N 26,4 N 28

Grenzdaten (7, = 25°C)
Sender (GaAs-Diode)
Sperrspannung Ur 3 \%
Vorwartsgleichstrom I; 80 mA
VorwartsstoRstrom

(1 ps, Impulslange 300 pps)?2) Irs 3 A
Verlustleistung') (7, = 25°C) Pt 150 mwW
Empféanger (Si-Fototransistor)
Kollektor-Emitter-Spannung Ucko 30 \%
Kollektor-Basis-Spannung Ucgo 70 \Y)
Emitter-Kollektor-Spannung Ukco 7 \%
Kollektorstrom Ic 100 mA
Verlustleistung') (7, = 25°C) Piot 150 mwW
Optokoppler
Lagertemperatur Ts -55...+150 °C
Umgebungstemperatur Ty -55...+100 | °C
Létdauer (7, = 260°C) t 10 s
Relative Feuchtigkeit bei 85°C) 85 %
Isolationspriifspannung

4N 25 Vo 2550 V-

4 N 26,4 N 27 Up 1500 V-

4 N 28 Upo 500 V-

1) Leistungsverringerung oberhalb 25°C: 2,0 mW/K
2) pps = Puls pro Sekunde
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4N 25,4 N 27
4N 26,4N 28
Kenndaten (7, = 25°C)
Sender (GaAs-Diode) min. | typ. | max.
DurchlaBspannung (/s = 10 mA) U 1.1 1.5 \'
Sperrstrom (Ug = 3 V) Iy 100 | pA
Kapazitat (U =0V, f= 1 MHz) Co 40 pF
Empfanger (Si-Transistor)
Durchbruchspannung
(lce= 1mA L=0) Ugriceo 30 \%
(Ice = 100 pA, Ir ="0) Uigricso 70 \
(lec = 100 pA, I = 0) Uggrjeco 7 \
Kollektor-Dunkelstrom
4 N 25,4N 26,4 N 27:
(Ugeg=10V, = 0) Iceo 5 50 nA
4 N 28:
(Uge= 10V, = 0) Iceo 5 100 | nA
Kapazitat (Uge = 10 V; f= 1 MHz) Cee 6 pF
Optokoppler
Stromiibertragungsverhéltnis:
4N 25,4N 26 (lr=10mA, Ugeg=10V) Ic/Ie 20 %
4N 27,4N 28 (=10 mA, U= 10V) I./I¢ 10 %
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
(Ir = 50 mA; I = 2 mA) UGk sat 0,5 \%
Isolationswiderstand?) (U,, = 500 V) Ris 100 GQ
Koppelkapazitat?) Ck 0,5 pF

1) Die Messung des Isolationswiderstandes und der Koppelkapazitat wird bei kurzgeschlossenen Eingangsanschliissen

(Diode) sowie bei kurzgeschlossenen Ausgangsanschlissen (Transistor) durchgefiihrt.
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4 N 25,4 N 27
4N 26,4 N 28

Testschaltung

Jo=2mA
47Q C
Eingang o—{—1 —oUcg (10V)
&=
i Ausgang
Ry (100Q)

Schaltzeiten (Definitionen siehe Seite 18)

Linearbetrieb (ohne Sattigung)

Lastwiderstand R, 100 Q U= 10V

Einschaltzeit toin 5(=10) us Ic = 2mA

Ausschaltzeit taus 5(=10) us
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4N 25,4 N 27
4N 26,4N 28
Vorw%irtsspannung (typisch) Ausgangskennlinien (typisch)
der Diode (Ty = 25°C)
Ur = £ (If) Ir = f(Uce)
v mA Basis nicht beschaltet
12 6 117
Ir=20mA_| 17
o 25°CHh I s T
1
! 7k yivzs
75°C
11 7 A// 4
T, /
/Y
3 1]
/
) // / | f - 1omA
A L
1.0 2 =
) 4 —
1/
‘/ ] ‘ 1 [F- 5mA
0.9 i 0 l i}
10" 10° 10' 107 mA 0 5 10 15V
—_— IF —=Uce
Stromiibertragungsverhéltnis Stromiibertragungsverhiltnis
(typisch) als Funktion (typisch) als Funktion
von der Temperatur vom Diodenstrom
([1F= 10 mA, Ugg=5V) (ITu=25°C, Uce=5V)
Cc _ ic _
% =~ D o I U
40 102
Ic Ic
Ie A
30 4N 25
4N26 N P
2 A
// ////
20 10° ya »
4N27 //
— T Py —— 5
4N28 Nzl
10 4N26| | |4
)
Vi AN2T.
0 N1 100 5
-25 0 25 50 75°C 102 5 1002 5 10" 2mA
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Optokoppler 4 N 32

Der Optokoppler 4 N 32 besitzt als Sender eine GaAs-Lumineszenzdiode, die optisch mit
einem Darlington-Fototransistor als Empfanger gekoppelt ist. Das Bauelement ist in ein
Kunststoff-Steckgehause (DIP 6) 20 A6 DIN 41866 eingebaut. Das Koppelelement ermog-
licht die Ubertragung von Signalen zwischen zwei galvanisch getrennten Stromkreisen. Der
Potentialunterschied zwischen den zu koppelnden Schaltungen darf die maximal zulé&ssigen
Bezugsspannungen nicht Gberschreiten.

A\ (siehe Seite 20)

Merkmale

® [solationsprifspannung: 6000 V
® Stromiibertragungsverhaltnis: = 500%
® Basis extern beschaltbar

Typ | Bestellnummer
4 N 32 | Q62703-N51-F114
REREA
— = ni2
1 et
7,62 J
1,22
ns 2547 132
™ RastermaB
[——— 6'1 -
6,6

2 tl 5 Kathode-2 5 -Kollektor
3] IR nichtbelegt-3 4~ Emitter

190 16 Anode -1 —_i‘ 6-Basis
-~

Gewicht etwa 0,7 g
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4 N 32

Grenzdaten

Sender (GaAs-Diode)

Sperrspannung
Vorwartsgleichstrom
Verlustleistung)

Empfénger (Darlington-Fototransistor)

Kollektor-Emitter-Spannung
Emitter-Basis-Spannung
Kollektorstrom
Verlustleistung)

Optokoppler

Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Verlustleistung (total)2)
(7y = 25°C)
Léttemperatur (max. 10 s)3)
Isolationsprifspannung#)
zwischen Sender und Empfanger,
bezogen auf Normklima 23/50 DIN 560014

Isolationswiderstand (U, = 500 V)

1) Leistungsverringerung oberhalb 25°C: 2,0 mW/K

2) Leistungsverringerung oberhalb 25°C: 3,3 mW/K

3) Tauchlétung: Eintauchtiefe < 3,6 mm

4) Priifgleichspannung nach DIN 57883, Entw. 4/78
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UCEO
UEBO

I
Ptot

Ts
Ty

Prot
T

150

30

125
150

-55...+150
-565...+100

250
260

6000
101

mA
mwW

mA
mW

°C

°C

mwW
°C




4 N 32

Kenndaten (7, = 25°C)

Sender (GaAs-Diode)

DurchlaBspannung (/s = 50 mA) Ur 1,25 (= 1,5) \Y
Sperrstrom (Ug = 3 V) Iz 0,01 (=100) pA
Kapazitat (U = O V; f= 1 MHz) Co 100 pF
Empfanger (Darlington-Fototransistor)

Durchbruchspannung (Ic = 100 pA; I = 0):

Kollektor-Emitter Ugriceo | > 30 \'%
Kollektor-Basis Ugrycao | > 50 \%
Emitter-Basis Ugrieso | > 8 \Y
Emitter-Kollektor Uprjeco | > 5 \%
Kollektor-Emitter-Reststrom

(Uge= 10V) Ieeo 1 (= 100) nA
Optokoppler

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

(IF = 8 mA; [C = 2 mA) UCEsat 1,0 \Y
Koppelkapazitat Cy 1,5 pF
Stromibertragungsverhéltnis

(Ir=10mA; U = 10V) I/ = 500 %
|solations-Leckstrom Lo 100 pA
Isolationswiderstand (U,o = 500 V) Ris 1011 Q
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4 N 32

Schaltzeiten (Definitionen siehe Seite 18)

Linearbetrieb (ohne Sattigung)

I
O O
RL v
B
V= fe==
o———
Lastwiderstand R, 180 Q
Einschaltzeit toin 5 ps
Ausschaltzeit tous 120 ps
Impulsbreite 8 ms

88
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Optokoppler 4 N 35
4 N 36
4 N 37

Die Koppelelementserie 4 N 35 bis 4 N 37 besitzt als Sender eine GaAs-Lumineszenzdiode,
die optisch mit einem NPN-Silizium-Fototransistor als Empfanger gekoppeit ist. Das Bauele-
ment ist in ein DIP-6-Kunststoff-Steckgehduse eingebaut.

N (siehe Seite 20)

Merkmaie

® |solationsprifspannung: 1500...3550 V
® Stromibertragungsverhaltnis: = 100%
® Geringe Sattigungsspannung

® Geringe Koppelkapazitat

® Basis extern beschaltbar

Typ Bestellnummer
4 N 35 Q68000-A7302
4 N 36 Q68000-A7303
4 N 37 Q68000-A7304

78 87 _o

r Th ’} 85
mm
65 _|
63 2,54
Rastermaf

10 o 6 Anode -1 gz\ 6-Basis
20 15 Kathode -2 ‘E 5-Kollektor
3(] 4 nichtbelegt -3 L-Emitter

Gewicht etwa 0,7 g
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Grenzdaten (7, = 25°C)

Sender (GaAs-Diode)

Sperrspannung Ur 6 \
Vorwartsgleichstrom Ie 60 mA
VorwartsstoRstrom
(1 ps, Impulslange 300 pps)4) frs 3 A
Verlustleistung (7, = 25°C) Piot 1001) mW
(Tc = 25°C, 0,8 mm Piot 1001) mW

vom Gehause

Empfanger (Si-Fototransistor)

Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 30 \%
Kollektor-Basis-Spannung Ucgo 70 \%
Emitter-Kollektor-Spannung Ueco 7 \
Verlustleistung (7, = 25°C) Piot 3002) mwW
(Tc = 25°C) P 50083) mwW
Optokoppler
Lagertemperatur Ts -55...+150 °C
Umgebungstemperatur Ty -565...+100 | °C
Lotdauer (7, = 260°C) t 10 s
Relative Feuchtigkeit bei 85°C 85 %
Isolationspriifspannung
4N 35 Uo 3550 (2500) | V—(Ve)
4 N 36 U 2500 (1750) | V—(V,n)
4 N 37 Uo 1500 (1050) | V—(V.q)

1) Leistungsverringerung oberhalb 25°C: 1,33 mW/K
2) Leistungsverringerung oberhalb 25°C: 4 mW/K

3) Leistungsverringerung oberhalb 25°C: 6,7 mW/K
4) pps = Puls pro Sekunde
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Kenndaten (7, = 25°C)

Sender (GaAs-Diode)

DurchlaBspannung (I = 10 mA)
Sperrstrom (Ug = 6 V)
Kapazitat (U =0V, f= 1 MHz)

Empfanger (Si-Fototransistor)
Durchbruchspannung

(Ilce= 10 mA, = 0)

(Icg= 100 pA, Iz = 0)

(lec= 100 pA, I = 0)
Kollektor-Dunkelstrom

(Ug= 10V, = 0)

(Ug=30V, =0, Ty = 100°C)
Kapazitat (Ucgg = 10 V; f= 1 MHz)

Optokoppler
Stromiibertragungsverhaltnis
(lr=10mA, U= 10V)
(lr=10mA, Uge= 10V, Ty = -55°C)
(lr,=10mA, U= 10V, Ty = 100°C)
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
(Ir= 10 mA; I = 0,5 mA)
Isolationsstrom:

(Impulsldnge = 8 ms)

4 N 35 (U= 3550V)

4 N 36 (U, = 2500 V)

4 N 37 (Up= 1500 V)
Isolationswiderstand?) (U, = 500 V)

Koppelkapazitat!')

4 N 35
4 N 36
4 N 37
min. | typ. | max.
Ur 1.1 1,5 \Y
Iy 10 BA
Co 40 pF
Uggriceo 30 \
(BRICBO 70 \
Usgrieco 7 \
Iceo 5 50 nA
Iceo 500 | pA
CCE 6 pF
]C/IF 100 %
Ic/I 40 %
Ic/Ik 40 %
Uck sar 0,3 \
I 100 | pA
I 100 | pA
I 100 | pA
R 100 GQ
Ck 0,6 pF

') Die Messung des Isolationswiderstandes und der Koppelkapazitat wird bei kurzgeschlossenen Eingangsanschliissen

(Diode) sowie bei kurzgeschlossenen Ausgangsanschlissen (Transistor) durchgefiihrt.
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Testschaltung

Jo=2mA
47Q
Eingang @ — Uce (10v)
=
I Ausgang
Ry (100Q)

Testschaltung

Schaltzeiten (Definitionen siehe Seite 18)

Linearbetrieb (ohne Sattigung)

Lastwiderstand R, 100 Q Ug =10V
Einschaltzeit toin 5(=10) us Ic = 2mA
Ausschaltzeit taus 5(=10) us
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Vorwaértsspannung (typisch)

der Diode
Ur = f(If)
\
1,2
U‘F 25°CHH
/ 50°C
75°C
4
11 iy /
/ / /
/Y
/
/ / /
0 Al /
1, ‘/
P
1/
/
/ —~
0,9
10" 10° 10! 107 mA
—_— IF
Sattigungsspannung (typisch) als
Funktion von Kollektorstrom und
Aussteuerungsgrad fiir Gruppe 3
(Ty = 25°C)
Ucesat = f(Ic)
Ugesat 09 e = I T
08 /
07 /
06
05 7
Y
04 g o
03 _./.[F=‘2xlc |
‘ [T
02 A [F =3x [C
! — ity |
o1 063977
0 [ L1
100 5 10 5  107mA

Kollektor-Emitter-Reststrom (typisch)
des Transistors
(Tu= 25°C, I[r = 0)

WA Iceo=f(T)
100
Vi

5
I Une=40V 1]/ i
CEO UCE= 10V //

10"

5

7y
107 / ./
5 yaRy

vd 0636)-1
b
10°%

-25 0 25 50 75 100°C

.__»7'

Ausgangskennlinien (typisch)
(Ty = 25°C)

Ic = f(Uce)

Basis nicht beschaltet

20 =7
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4 N 35
4 N 36
4 N 37
Stromiibertragungsverhiltnis Stromubertragungsverhiltnis
(typisch) als Funktion (typisch) als Funktion
vom Diodenstrom von der Temperatur
(Ty = 25°C, Uce =5 V) (Ir=10mA, U= 5V)
Ic _ Ic _
%y = fue % =7
10° 103
(]
Ir 5 5
-]-C- T
If
2
—"/ et T
/,f et \\\\
102 A 102
Z
/.
5 g 5 S
// Ft
2 L/ jags
0648 0649
10° L 10! |
0'2 5 10°2 5 10 2mA -25 0 25 50 75°C
—I — =T
Zulassige Impulsbelastbarkeit
(D = Parameter, Ty = 25°C)
mA P =10
4
10 fr!H%Tf HHHHEEHE
T~ T il
T 1
o T i
CD=01 1] —
iy
10 S 0.02
£005Y
ROTHTINS
Lo oL LSS N
ji."'"~ \\\-
L NN
05 TR
102 = N
EDC
s
0506, m
o L I L o
1



Wechselspannungs-Optokoppler

IL 250

Das Koppelelement IL 250 besitzt als Sender zwei antiparallel-geschaltete GaAs-Lumines-
zenzdioden, die optisch mit einem Silizium-Planar-Fototransistor als Empfanger gekoppelt
sind. Durch den bidirektionalen Eingang ist auch die Ubertragung einer geniigend groRen
Wechselspannung ohne Gleichstromanteil méglich. Das Koppelelement ist zur Ubertragung

von Signalen zwischen zwei galvanisch getrennten Stromkreisen geeignet.
Das Bauelement ist in ein DIP-6-Kunststoff-Steckgehause eingebaut.

Der Potentialunterschied zwischen zu koppelnden Schaltungen darf die maximal zulassigen

Bezugsspannungen nicht Gberschreiten.

b\

Merkmale

(siehe Seite 20)

® |solationspriifspannung: 5000 V
® Bidirektionaler Eingang

® Stromibertragungsverhaltnis: = 50%

® Basis extern beschaltbar

Typ ] Bestellnummer
IL 250 1 Q62703-N80-F114
7.62
6.1 Rastermal
e R
=L
3] [ 4 nichtbelegt -3

Gewicht etwa 0,7 g

6-Basis
5-Kollektor
4-Emitter
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IL-250

Grenzdaten

Sender (GaAs-Diode)
Sperrspannung
Vorwartsgleichstrom
Verlustleistung?)

Empféanger (Si-Fototransistor)
Kollektor-Emitter-Spannung
Emitter-Basis-Spannung
Verlustleistung?)

Optokoppler

Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Léttemperatur (max. 10 s)1)
Isolationsprifspannung?)
zwischen Sender und Empféanger,
bezogen auf Normklima 23/50 DIN 50014

Verlustleistung (total)4)

Kenndaten (7, = 25°C)

Sender (GaAs-Diode)
DurchlaRspannung (i = = 10 mA)

Optokoppler
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
Stromiibertragungsverhaltnis
Kollektor-Emitter-Reststrom

(Uee = 10 V)

Ic/I; bei + 10 mA

Symmetrie: =1 — — —
[c/]p bei — 10 mA

') Tauchl6tung: Eintauchtiefe = 3,6 mm

2) Priifgleichspannung nach DIN 57883, Entw. 4/78
3) Leistungsverringerung oberhalb 25°C: 2,6 mW/°C
4) Leistungsverringerung oberhalb 25°C: 3,3 mW/°C

96

Ur

P tot

UCEO
UEBO

Ptot

Yo
Ptot

Ur

UCEsat

Ic/If)

I CEO

100
200

30

200

-565...+150
-55...+100
260

5000
250

1,2 (=1,5)

=50

5 (=50)
0,33 (=3)

mA
mW

<<

mwW

°C
°C
°C

mW

%

nA



IL-250

Schaltzeiten (Definitionen siehe Seite 18)

Linearbetrieb (ohne Sattigung)

Lastwiderstand R, 100 Q

Einschaltzeit toin 13 s
Anstiegszeit t, 5 us
Ausschaltzeit tous 8 us
Abfalizeit t; 7 ps

97



IL-250

DurchlaBstrom
fr=f(Up)
mA

60

&

Tz.o

20

-20

I
l
ol
I

-60 |

Relativer Kollektorstrom
Icrel = £ (IF)
(Uce= 10V, Ir= 10 mA)

10"

[C rel
10°

10"

10° LA

™

=
O
(=3
o /.
=

10% |11 1|
107 100 10!

102 mA
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!C rel

100

10"

mA
10

Ausgangskennlinien
Icrel = f (Uck)
(Uce =10V, Ir = 10 mA)

:_090;% Ir=4 ESIOmA
-~ - TTHT
- 4 20mA
4 20

10mA

=smA

4 TERRI

Transistorkennlinien
Ic = f (Ucko)
/, 1 Iy =25pA
/
/ 20 pA
/ L]
/////
/ 15 pA
y 10 pAT




IL-250

Dunkelstrom Symmetrie
Iceo = f(Tg) Icrel = f (Uck)
A (Uce= 10V, Ir= 10 mA)
10° 10 —
Ieeo - Ierel
2 I =10mA
Lo |o10° , ==t
107 = -10mA7
108 /
= = Y/
10" A L
10° ,l’,"
7 /
e LA L L L L
=== 102
1M = = I
v /]
107 [ 103 Sl
-50 0 50 100°C 102 107 100 10° 102V
=T5 =Uce
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Optokoppler ILCA 2-30
ILCA 2-55

Die Koppelelemente ILCA 2-30 und ILCA 2-55 besitzen als Sender eine GaAs-Lumineszenz-
diode, die optisch mit einem Darlington-Fototransistor als Empféanger gekoppelt ist. Die Bau-
elemente sind in DIP-6-Kunststoff-Steckgehéuse eingebaut.

Die Koppelelemente ermoglichen die Ubertragung von Signalen zwischen zwei galvanisch
getrennten Stromkreisen. Der Potentialunterschied zwischen zu koppelnden Schaltungen
darf die maximal zuldssigen Bezugsspannungen nicht Gberschreiten.

N (siehe Seite 20)

Merkmale

® |solationsprifspannung: 6000 V

® Kollektorstrom: 125 mA

® Stromubertragungsverhaltnis: = 100%
® Basis extern beschaltbar

Typ | Bestellnummer
NRI2TNR_N27_FE1 14

eOL 7 VOTING T =T 4

Q62703-N29-F114

a1 O

914
P
$§L - °e
r—n i
762 f
<122
m& 2,54] 1,32
m
Rasterman

61
o — 6.6 —

15 Kathode-2 5 -Kollektor

10O [ 16 Anode -1 gz\ 6-Basis
=

20

3 D1 [ 4 nichtbelegt-3 4~ Emitter

Gewicht etwa 0,7 g
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ILCA 2-30

ILCA 2-55
Grenzdaten
Sender (GaAs-Diode)
Sperrspannung Ur 3 \)
Vorwartsgleichstrom I 60 mA
Verlustleistung3) Pyt 90 mw
Empfanger (Darlington-Fototransistor)
Kollektor-Emitter-Spannung ILCA 2-30: Uceo 30 \"
ILCA 2-55: Uceo 55 \%

Emitter-Basis-Spannung Uggo 8 \Y
Kollektorstrom Ic 125 mA
Verlustleistung4) Piot 210 mW
Optokoppler
Lagertemperatur Ts -65...+150 °C
Umgebungstemperatur Ty -55...+100 | °C
Lottemperatur (max. 10 s)1) N 260 °C
Isolationspriifspannung?)

zwischen Sender und Empféanger,

bezogen auf Normklima 23/50 DIN 50014 Upo 6000 V-
Isolationswiderstand (U, = 500 V) Ris 101 Q
Verlustleistung (total)5) Piot 250 mwW

1) Tauchl6tung: Eintauchtiefe = 3,6 mm

2) Priifgleichspannung nach DIN 57883, Entw. 4/78
3) Leistungsverringerung oberhalb 25°C: 1,2 mW/°C
4) Leistungsverringerung oberhalb 25°C: 2,8 mW/°C
5) Leistungsverringerung oberhalb 25°C: 3,3 mW/°C
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ILCA 2-30

ILCA 2-55

Kenndaten (7, = 25°C)
Sender (GaAs-Diode)
DurchlaRspannung (/- = 20 mA) Uk 1,25 (= 1,5) \%
Durchbruchspannung (/g = 100 pA) Usr 5 \Y
Sperrstrom (U = 3 V) Ir 0,01 (=10) pA
Kapazitat (Us = 0V; f= 1 MHz) Co 50 pF
Empféanger (Darlington-Fototransistor)
Kapazitat (U = 10 V; f= 1 MHz) Cee 3.4 pF

(Ug= 10V, f=1 MHz) Ces 10 pF

(UEB =10 V; f=1 MHZ) CEB 10 pF
Optokoppler
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
(Ir = 50 mA; I = 50 mA) Ucksat 09(=1) \%
Koppelkapazitat Ck 0,5 pF
Stromiibertragungsverhéltnis
{(lr=10mA; Ugeg=5V) Ic/I¢ = 100 %
Kollektor-Emitter-Reststrom
(Uge = 10V) Iceo 1 (= 100) nA
Schaltzeiten (Definitionen siehe Seite 18)
Linearbetrieb (ohne Sattigung)

Ig
o —0
RL
U,
Y= ==
225Q
Lastwiderstand R, 100 Q I =50 mA
. . Usg=135V
Anst t B ’
nstiegszei t. 10 us T, = 25°C

Abfallzeit t; 35 ps
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ILCA 2-30
ILCA 2-55

DurchlaBstrom der Diode
Ir =1 (Up)
mA
160

140

120

100

80

—
T~

60 /

40

20 /

0
09 1.0 11 12 13V

Transistorstrom
Ic = f(Uce)

mA

100 T

)
80 /
60 / / ///BmA—

[ 1= 12mA
|

- 10mA

N

L0 // / l
/] |
4 L4 mA
0 e |l
,// ’/ 2mA _|
=
o0 20 Lo 60 8oV
___._.UE

Ic

!CEO

Transistorausgangsstrom

Ic = f(Uck)
mA
200 III IS(!) IA]
F=OUMA 5
180 HA
160 - LomA
1
140 et
120 po | e
100 l//
80 20mA ||
60
40 10mA ]
} [ |
0 il

0 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20V

= Uge

Dunkelstrom

Iceo = f(Tu)
nA
10

™
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Zweifach-Optokoppler IL-CT 6

IL-CT 6 ist ein Zweikanal-Optokoppler, der pro Kanal als Sender eine GaAs-Lumineszenz-
diode besitzt, die optisch mit einem Silizium-Planar-Fototransistor als Empfanger gekoppelt
ist. Das Bauelement ist in ein DIP-8-Kunststoff-Steckgehause eingebaut.

Das Koppelelement erméglicht die Ubertragung von zwei Signalen zwischen zwei galvanisch
getrennten Stromkreisen. Der Potentialunterschied zwischen zu koppelnden Schaltungen
darf die maximal zuldssigen Bezugsspannungen nicht (iberschreiten.

WY (siche Seite 20)

Merkmale

® |solationspriifspannung: 6000 V
® Zweikanal-Koppler
® Stromubertragungsverhaltnis: = 20%

Typ | Bestellnummer
IL-CT 6 | Q62703-N48-F114

9,65

7,62
m— ’22
5y O
e Rastermal 132
6,1
rdf 66 — -]
100 18 Anode1 -1 EZ\( 8-Emitter 1
~
2] 17 Kathode1 -2 7-Kollektor1
3] 16 Kathode2 -3 }\ 6 -Kollektor2
~
4[] 15 Anode2 -4 5-Emitter2

Gewicht etwa 0,7 g
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IL-CT 6

Grenzdaten

Sender (GaAs-Diode)

Sperrspannung
Vorwartsgleichstrom
VorwartsstoRstrom (¢t = 10 ps)
Verlustleistung?)

Empfanger (Si-Fototransistor)

Kollektor-Emitter-Spannung
Kollektorstrom
Verlustleistung4)

Optokoppler

Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Lottemperatur (max. 10 s)1)
Isolationspriifspannung?)

zwischen Sender und Empfénger,

bezogen auf Normklima 23/50 DIN 50014
Verlustleistung (Diode und Transistor)5)

isolationswiderstand (U)o = 500 V)

1) Tauchlétung: Eintauchtiefe = 3,6 mm

2) Priifgleichspannung nach DIN 57883, Entw. 4/78
3) Leistungsverringerung oberhalb 25°C: 1,3 mW/°C
4) Leistungsverringerung oberhalb 25°C: 2,0 mW/°C
5) Leistungsverringerung oberhalb 25°C: 5,33 mW/°C

Us
I

]FSM
Pﬁe!

UCEO

I
Ptot

Ty
T

Ui
P tot
D

60

100

30 (= 65)
30
150

-55...+150
-565...+100
260

6000
400

1011
1on

mA
mw

°C
°C
°C

105



IL-CT 6

Kenndaten (7, = 25°C)

Sender (GaAs-Diode)

DurchlaBspannung (/r = 20 mA)
Durchbruchspannung (/s = 10 pA)
Sperrstrom (Ug = 3 V)

Kapazitat (U =0 V; f= 1 MHz)

Empfinger (Si-Fototransistor)
Kapazitat (U = 0 V; f= 1 MHz)

Optokoppler
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
(Ir =16 mA; I = 2 mA)
Koppelkapazitat

Kapazitat zwischen den Kanalen
Stromiibertragungsverhaltnis
(=10 mA; Uge=10V)
Kollektor-Emitter-Reststrom
(Ugeg=10V)

106

UCEsa!
C«
Ce
e/

ICEO

1,25 (< 1,5)
5

0,001 (= 10)
100

04
0.5
04
=20

1,0 (= 100)

'9n'§<<

pF

%

nA



IL-CT 6

Schaltzeiten (Definitionen siehe Seite 18)

Linearbetrieb (ohne Sattigung)

% R.=1009

— TEo Ug=10V
=B~
P ———

Lastwiderstand R, 100 Q
Anstiegszeit t 24 us
Abfallzeit t 2,4 us
Grenzfrequenz fy 150 kHz
Schalterbetrieb (mit Sattigung)
+5V

2,0kQ
TTL - Pegel werden TTL
eingehalten, nicht
jedoch TTL-Schalt-
zeiten
Lastwiderstand R 2 kQ
Einschaltzeit!) Lein 5 ps
Ausschaltzeit?) tous 25 us

) von 5V auf 0,8 V
2) von der Sattigung bis 2 V

Ic = 2 mA
U= 10V
=15 mA
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IL-CT 6

Ausgangskennlinien
Ic = f(Uck)
mA (CTR = Ic/If = 50%, Ir = 10 mA)

50 iy
I i
40 =T ]F =60mA
T /// ||
/ | 50 mA|
30 f
o l.io m/ix
20 ///______. 30mA
/& |

10

0 10 20 30 40 50V

UCE

Stromiibertragungsverhiltnis (CTR)
Ic/Ir = £ (If)
(UcE= 5V, Ty= 25°C)

Y%

120
I /I \
100 M
CTR=[ /I = 1007
. N
L [80%
6 /NI
60%
"‘uj“
40%
Lo /
( LA
1/ A
20 4/ A 20%
g2l o)
0 é L1l ||
107 10° 10" 10ZmA

108

Sattigungsspannung
Ucesat=f (ZF)

\'

1,0

UCE(SAT) [IT]]A) —

\

|
4
A=

0897

|
|

=

7

0,6 &

-
|

.\\..\.\‘
O O

7

|

0,4 0,2

4

Vi

/A
I

0,2

]
T
T
1

1/

10° 5 10 5  10ZmA

Stromiibertragungsverhiltnis (CTR)
Ic/Ir = f(Tuy)
% (Us= 10V, Ir = 10 mA)
o

130 ——

— | |
I /1 NG oo
\ CTR (hoch)
110 N ]
I R (N
|
90 — # i i 1
| I i i
" CTR(niedrig) J
/ORI
0 / 1 | ‘
N I N O O O
I Lol
ofle Lol
|
- §Z§|< B
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IL-CT 6

DurchlaBspannung
Ur = f(If)
\
14
/’I
13 ; d
// //
T,=-55°C %4
12 » //
g 1 v
L A / v /
’ A1 h2sec A q
‘ A /
// /,//
10 +100°C 4
e
7
Al
0,9
-
0,8 L1l ll
10" 10° 10 102mA
——[F
Schaltzeiten
t=f(lc)
ps
20
N
18
\\
N
16 TR, = 1KQ
14
12 F—Ug =10V
10
8
6 O\
L
NS R, =100Q L
210923
|
10™ 5 100 5 10" mA
—]

Isolationsleckstrom

Iceo = f(Ty)
A
10°
CE0
U =70V <
10° 50V £
| 25V o
10V T
‘e
107 4 >/
II II' II’ I’
772
//// // //
1035/'/”/ ,’/
7 7
7
7
10° =
10™ I
20 40 60 80 100 °C
—-T
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Zweifach-Optokoppler

ILD-1 ist ein Zweikanal-Optokoppler, der pro Kanal eine GaAs-Lumineszenzdiode als Sender
besitzt, die optisch mit einem Silizium-Fototransistor als Empfanger gekoppelt ist. Das Bau-
element ist in ein DIP-8-Kunststoff-Steckgehéuse eingebaut.

Das Koppelelement erméglicht die Ubertragung von zwei Signalen zwischen zwei galvanisch
getrennten Stromkreisen. Der Potentialunterschied zwischen zu koppelnden Schaltungen
darf die maximal zuldssigen Bezugsspannungen nicht {berschreiten.

Koppelelemente dieses Typs sind auch als Vierfach-Optokoppler (ILQ-1) erhaltlich.

QAN (siehe Seite 20)

Merkmale

® |solationsprifspannung: 6000 V

® Zweikanal-Koppler

® Koppelkapazitéat: 0,5 pF

® Stromibertragungsverhaltnis: = 20%

Typ [ Bestelilnummer
ILD-1 | 068000-A5972-F114
9.65
10,16
g bl
m | '
7,62 | K )
e |25 1122
) 132

m D
™ Rastermal

fe— 6.1
6,6

—]

190 18 Anodet -1 EZ\IC 8-Emitter 1
N

2] 17 Kathode1 -2 7-Kollektor 1
3] 6 Kathode2 -3 ﬁﬂ( 6 -Kollektor 2
AN []5 Anode2 -4 5-Emitter2

Gewicht etwa 0,7 g
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ILD-1

Grenzdaten

Sender (GaAs-Diode)

Sperrspannung
Vorwértsgleichstrom
Verlustleistung3)

Empfanger (Si-Fototransistor)
Kollektor-Emitter-Spannung
Emitter-Kollektor-Spannung
Verlustleistung#)

Optokoppler

Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Lottemperatur (max. 10 s)1)
Isolationspriifspannung?)

zwischen Sender und Empféanger,

bezogen auf Normklima 23/50 DIN 50014
Isolationswiderstand
Verlustleistung (Diode und Transistor)5)

1) Tauchlétung: Eintauchtiefe = 3,6 mm

2) Priifgleichspannung nach DIN 57883, Entw. 4/78
3) Leistungsverringerung oberhalb 25°C: 1,33 mW/°C
4) Leistungsverringerung oberhalb 25°C: 2,0 mW/°C
5) Leistungsverringerung oberhalb 25°C: 5,33 mW/°C

UCEO
UEBO
Prot

100
150

30

150

-55...+1560
-55...+100
260

6000
1011
400

mA
mw

mwW

°C
°C
°C
V-

mwW



ILD-1

Kenndaten (7, = 25°C)

Sender (GaAs-Diode)

/ DurchlaRspannung (I = 60 mA) Ur
Sperrstrom (Ug = 3 V) Ir
Kapazitat (Ug =0 V; f= 1 MHz) Co
Empfanger (Si-Fototransistor)

Kapazitat (Uge = 0 V; f= 1 MHz) Cce
Optokoppler
Kollektor-Emitter-Séattigungsspannung
(lr=16 mA; I = 1,6 mA) Ucksat
Koppelkapazitat Ck
Stromiibertragungsverhéltnis
(Ir=10 mA; Uge=10V) Ic/Ie
Kollektor-Emitter-Reststrom
(Uge = 10 V) Iceo
Schaltzeiten {Definitionen siehe Seite 18)
Schalterbetrieb (mit Sattigung)
]F RL= 2,LkQ
— Ug=5V
T =K'

230Q C
Lastwiderstand R, 2,4 kQ
Einschaltzeit Loin 6,0 ps
Ausschaltzeit taus 25 ps

112

1,3 (=1,5)
0.1 (£10)
100
2
0,25 (< 0,5)
0,5
=20
5 (< 50)
I =16 mA
U= 5V
T, = 25°C

pA
pF

pF

pF
%

nA



ILD-1

Rel. Ausgangsstrom Dunkelstrom
Icrel = f (TG) A Iceo = f(Tg)
1,2 10°
10°
1,0 " -
ICreI / ]EED
107
08 / >
108
06 :
107 ==
0,4 -
02 10" =T
0906 ) E
0 il 1067 et
-50 0 50 100 °C -50 0 50 100°C
__—>TG e TG
Stromiibertragungsverhéltnis Ausgangskennlinien
Ic = f(Ip) Ic = f(Ucg)
mA mA
¥ 7 v T
4 =
/ I Ie=20mA L L]
v 1
Ic / 8
20 / I =15 mA
6
//
/
/
I:=10 mA
A
/|
)4 ) L= 5mA
(9
0 1 0 Ll
0 10 20 30 40 S0 60mA 0 5 10 15 20 25 30V
——IF ——UCE
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ILD-1

Schaltzeiten
t="r(lc)
=10V
bs (Uce )

16 .

12

10 \

R =1KQ

N RL=100Q

0 2 A 6 8 0  12mA
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Zweifach-Optokoppler ILD-74

ILD-74 ist ein Zweikanal-Optokoppler, der pro Kanal als Sender je eine GaAs-Lumineszenz-
diode besitzt, die optisch mit einem Silizium-Planar-Fototransistor als Empfanger gekoppelt
ist. Das Bauelement ist in ein DIP-8-Kunststoff-Steckgehéduse eingebaut.

Das Koppelelement ermoglicht die Ubertragung von Signalen zwischen zwei galvanisch
getrennten Stromkreisen. Der Potentialunterschied zwischen zu koppelnden Schaltungen
darf die maximal zuléssigen Bezugsspannungen nicht (iberschreiten.

Koppelelemente dieses Typs sind auch als Vierfach-Koppler (ILQ-74) erhéltlich.

QAN (siehe Seite 20)

Merkmale

® |solationspriifspannung: 6000 V

® Zweikanal-Koppler

® Koppelkapazitat: 0,5 pF

® Stromubertragungsverhaltnis: = 12,5%

Typ | Bestellnummer
ILD-74 | Q68000-A5973-F114

9,65
0
< nes
"m‘.g_ ojo
7,62 |
1,22
me e’
y GO
e Rastermal 132
s 6’1 -
6.6
190 18 Anode1 -1 @\C 8- Emitter 1
N
2 17 Kathode1 -2 7 -Kollektor 1
3] 6 Kathode2 -3 \li 6-Kollektor2
-~
t[] 5 Anode2 -4 5-Emitter2

Gewicht etwa 0,7 g

115



ILD-74

Grenzdaten

Sender (GaAs-Diode)

Sperrspannung
Vorwartsgleichstrom
Verlustleistung3)

Empfanger (Si-Fototransistor)

Kollektor-Emitter-Spannung
Verlustleistung?)

Optokoppler

Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Lottemperatur (max. 10 s)7)
Isolationspriifspannung?)

zwischen Sender und Empfanger,

bezogen auf Normklima 23/50 DIN 50014
|solationswiderstand (U, = 500 V)
Verlustleistung (Diode und Transistor)5)

1) Tauchlétung: Eintauchtiefe = 3,6 mm

2) Priifgleichspannung nach DIN 57883, Entw. 4/78
3) Leistungsverringerung oberhalb 25°C: 1,33 mW/°C
4) Leistungsverringerung oberhalb 25°C: 2,0 mW/°C
5) Leistungsverringerung oberhalb 25°C: 5,33 mW/°C

116
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150

20
150

-55...+150
-55...4+100
260

6000
101
400

mA
mW

mwW

°C
°C
°C
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ILD-74

Kenndaten (7, = 25°C)

Sender (GaAs-Diode)

DurchlaBspannung (/s = 100 mA) Us 1.3 \"
Sperrstrom (Ug = 3 V) Iz 0,1 BA
Kapazitdt (Us =0V, f= 1 MHz) Co 100 pF

Empfénger (Si-Fototransistor)
Kapazitat (U =0 V; f= 1 MHz) Cee 2 pF

Optokoppler
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

(Ir =16 mA; I = 2 mA) Ucksat 0,3 (=0,5) \%

Koppelkapazitat Cx 0,5 pF
Stromiibertragungsverhaltnis

(Ir=16 mA; U =5V) Ic/Ie =125 %
Kollektor-Emitter-Reststrom

(Ug =5 V) Iceo 5 (= 500) nA

Schaltzeiten (Definitionen siehe Seite 18)

Schalterbetrieb (mit Sattigung)

% R=2.4kQ
——— Up=5V
T =K'
]
230Q
Lastwiderstand R, 2,4 kQ Ir =16 mA
. . Us= BV
E haltzeit toi ,0 B
inschaltzei oin 6 us T, = 25°C
Ausschaltzeit tous 25 us
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ILD-74

Rel. Ausgangsstrom
Icrel = f(TG)

ICrel

0,6

04

0,2

0
-50 0 50 100 °C

Stromiibertragungsverhaltnis
Ic = f{If)

mA
30

I /

20 s

b
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ICEO

Dunkelstrom
a feeo =7 (Te)

10°

10° /

N

107

108

107

10°

10“1‘1

m
i
i
%
el

10™ |
-50 0 50 100°C

Ausgangskennlinien

Ic = f(Ucg)
mA
10
[T
I:=20mA |||
[
8
I=15mA
6
L=10mA
A
2 Ir= SmA
0 1J_l_11
0 5 10 15 20 25 30V

UEE



ILD-74

ps
16

14

Schaltzeiten

12 mA

t=f(I¢c)
(Uce=10V)
N
™ _
R.=1KQ
\
N,
N R_=100Q
0 2 4 6 8 10
——————]



Vierfach-Optokoppler ILQ-1

ILQ-1 ist ein Vierkanal-Optokoppler, der pro Kanal eine GaAs-Lumineszenzdiode als Sender
besitzt, die optisch mit einem Silizium-Planar-Fototransistor als Empfénger gekoppelt ist. Das
Bauelement ist in ein DIP-16-Kunststoff-Steckgehduse eingebaut.

Das Koppelelement ermdglicht die Ubertragung von vier Signalen zwischen vier galvanisch
getrennten Stromkreisen. Der Potentialunterschied zwischen zu koppelnden Schaltungen
darf die maximal zuldssigen Bezugsspannungen nicht lberschreiten.

Koppelelemente dieses Typs sind auch als Zweifach-Optokoppler (ILD-1) erhaltlich.

W) (siehe Seite 20)

Merkmale

® |solationspriifspannung: 6000 V

® Vierkanal-Koppler

® Koppelkapazitat: 0,5 pF

® Stromiubertragungsverhéltnis: = 20%

Typ | Bestellnummer
ILQ-1 | Q68000-A5974-F114

7.62 ;
53
sy : |-
6.1 m Rastermal Ok 1,22
=66 ™ 05 1,32

190 116 Anode 1 -1§§ 16 - Emitter 1

2] 115 Kathode1 -2 15 -Kollektor1
3 1 Kathode2 -3}—o_ ;] 14 -Kollektor 2
& 113 Anode 2 -a}%\lf— 13-Emitter2
s 112 Anode 3 —Sﬁﬂi 12 -Emitter 3
6 N Kathode3-6 11 -Kollektor 3
70 110 Kathode 4-7 ESQ( 10 -Kollektor &

8] 19 Anode4 -8 9 -Emitters
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ILQ-1

Grenzdaten

Sender (GaAs-Diode)

Sperrspannung
Vorwértsgleichstrom
Verlustleistung3)

Empfanger (Si-Fototransistor)

Kollektor-Emitter-Spannung
Emitter-Basis-Spannung
Verlustleistung4)

Optokoppler
Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Lottemperatur (max. 10 s)1)
Isolationspriifspannung?)
zwischen Sender und Empfanger,
bezogen auf Normklima 23/50 DIN 50014
Isolationswiderstand
Verlustleistung (Diode und Transistor)$)

1) Tauchlotung: Eintauchtiefe = 3,6 mm

2) Priifgleichspannung nach DIN 57883, Entw. 4/78
3) Leistungsverringerung oberhalb 25°C: 1,33 mW/°C
3) Leistungsverringerung oberhalb 25°C: 2,0 mW/°C
5) Leistungsverringerung oberhalb 25°C: 6,67 mW/°C

Ur

Prot

UCEO
UEBO

Ptot

100
150

30

150

-55...+150
-56...+100
260

6000
101
500

mA
mw

<<

mwW

°C
°C
°C

V-

mw
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ILQ-1

Kenndaten (7, = 25°C)

Sender (GaAs-Diode)

DurchlaRspannung (/r = 60 mA) U
Sperrstrom (Ug = 3 V) Iy
Kapazitat (Ug =0 V; f=1 MHz) Co
Empfénger (Si-Fototransistor)
Kapazitdt (U =0 V; f= 1 MHz) Cee
Optokoppler
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
(I = 16 mA; I = 1,6 mA) Ucksat
Koppelkapazitat Cx
Stromubertragungsverhaltnis
(IF = 10 mA; UCE =10 V) IC/IF
Kollektor-Emitter-Reststrom
(Ue= 10V) Iceo
Schaltzeiten (Definitionen siehe Seite 18)
Schalterbetrieb (mit Sattigung)
I R=2.4KQ
P — UB= SV
—— I~
T =ZK)"
2309 bo
Lastwiderstand R 2,4 kQ
Einschaltzeit tein 6,0 s
Ausschaltzeit tous 25 Bs
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1.3 (=1.5) \%

0,1 (10) pA
100 pF
2 pF

0,25 (= 0,5) \%

0,5 pF
=20 %
5 (= 50) nA

I — 18 mA

I 16 mA

U= bV

Ty = 25°C



ILQ-1

Rel. Ausgangsstrom
Icrer = f(Tg)

]Crel

0,6

04

0,2

0
-50 0 50 100 °C

Stromibertragungsverhiltnis
Ic = £ (If)
mA
30

ICED

Dunkelstrom

Iceo = f(Tg)
A
10°
7
10° /
10° ==
107 =
107 =
16" L L]
— 0905) 3
10" ]
-50 0 50 100°C

Ausgangskennlinien

Ic = f (Uce)
mA
10
[T
i I:=20mA L]
i/
8
Ir=15mA
6
IF=10 mA
4
2 Ir= 5mA
|l
0 L
0 5 10 15 20 25 30V
——UEE
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ILQ-1

Schaltzeiten
t="f(lc)
(Uce=10V)
ys
16 .

RL=1KQ —

N R_=100Q

0 2 b 6 8 0  12mA
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Vierfach-Optokoppler ILQ-74

ILQ-74 ist ein Vierkanal-Optokoppler, der pro Kanal als Sender je eine GaAs-Lumineszenz-
diode besitzt, die optisch mit einem Silizium-Planar-Fototransistor als Empfanger gekoppelt
ist. Das Bauelement ist in ein DIP-16-Kunststoff-Steckgehéduse eingebaut.

Das Koppelelement erméglicht die Ubertragung von vier Signalen zwischen vier galvanisch
getrennten Stromkreisen. Der Potentialunterschied zwischen zu koppelnden Schaltungen
darf die maximal zulassigen Bezugsspannungen nicht iiberschreiten.

Koppelelemente dieses Typs sind auch als Zweifach-Optokoppler (ILD-74) erhéltlich.

N (siehe Seite 20)

Merkmale

® Isolationspriifspannung: 6000 V

® Vierkanal-Koppler

® Koppelkapazitat: 0,5 pF

e Stromiibertragungsverhaltnis: 2 12,5%

Typ | Bestellnummer

7.62
e
61 me RastermaR 04 122

~ g6 05 132
100 116 Anode 1 —1EZ§I<:416-Emih‘er1
2] [ 115 Kathode1 -2 15 -Kollektor 1
30 114 Kathode2 -3 - 14 -Kollektor 2
w0 113 Anode 2 -aﬁx( 13 -Emitter2
5[] 112 Anode 3 -5 EZ§< 12 -Emitter 3
6] N Kathode3-6 11 -Koltektor 3
70 110 Kathode 4-7 - 10 -Kollektor &
8] 19 Anodes -8 \IC 9 -Emitters

Gewicht etwa 0,8 g
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ILQ-74

Grenzdaten

Sender (GaAs-Diode)

Sperrspannung
Vorwartsgleichstrom
Verlustleistung?3)

Empfanger (Si-Fototransistor)

Kollektor-Emitter-Spannung
Verlustleistung4)

Optokoppler

Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Lottemperatur (max. 10 s) 1)
Isolationspriifspannung?)

zwischen Sender und Empfanger,

bezogen auf Normklima 23/50 DIN 50014
Isolationswiderstand (U, = 500 V)
Verlustleistung (total)5)

1) Tauchlétung: Eintauchtiefe = 3,6 mm

2) Prifgleichspannung nach DIN 57883, Entw. 4/78
3) Leistungsverringerung oberhalb 25°C: 1,33 mW/°C
4) Leistungsverringerung oberhalb 25°C: 2,0 mW/°C
5) Leistungsverringerung oberhalb 25°C: 6,67 mW/°C
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tot

100
150

20
150

-55...+150
-65...+100
260

6000
101
500

mA
mwW

mW

°C
°C
°C

V-

mW



ILQ-74

Kenndaten (7, = 25°C)

Sender (GaAs-Dioae)

DurchlaRspannung (I = 100 mA) Ur 1,3 \Y

Sperrstrom (Ug = 3 V) I 0,1 pA
Kapazitat (U= 0 V; f= 1 MHz) Co 100 pF
Empfiénger (Si-Fototransistor)

Kapazitat (Uce = O V; f= 1 MHz) Cee 2 pF
Optokoppler

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

(Ir= 16 mA; Ic = 2 mA) Ucksat 0,3 (=0,5) \Y%

Koppelkapazitét Cx 0,5 pF
Stromlibertragungsverhéltnis

(lr=16 mA; Ug=5V) Ic/Ir =125 %
Kollektor-Emitter-Reststrom

(Ue=5YV) Iceo 5 (= 500) nA

Schaltzeiten (Definitionen siehe Seite 18)

Schalterbetrieb (mit Sattigung)

I R=2,LkQ
- Uy=5V
=R~
2300 o
Lastwiderstand R 2,4 kQ IF =16 mA
Einschaltzeit Loin 6 ps T, = 25°C
Ausschaltzeit tous 25 ps
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ILQ-74

Rel. Ausgangsstrom
Icrel = f(TG)

12

1,0

]Crel V

0,6

04

0,2

0
-50 0 50 100 °C

Stromiibertragungsverhiltnis

Ic =f(If)
mA
30
/
y
I /
20 Y
/
/
/
10 /
/
/
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ICEO

Dunkelstrom

Iceo = f(Tg)
A
10°
10° 4
107 = =
10°®
107
10'10
10" |
16" 1]
-50 0 50 100°C
-7,
Ausgangskennlinien
Ic = f(Uce)
mA
10 T
Ie=20mA | ]]]
"
8
I =15 mA
6 .|
IF =10 mA
A
’ Ie= SmA
0 LTl
0 5 10 15 20 25 30V

= Uce



ILQ-74

ps
16

14

12

10

Schaltzeiten

t="f(Ic)
(Uce = 10 V)
N
R =1KQ ]
\

N

N R_=100Q
0 2 b 6 8 10 1Z2mA

————j
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Miniatur-Reflexlichtschranke SFH 900

fiir den Nahbereich bis maximal 5 mm Abstand

SFH 900 ist eine im Infrarotbereich arbeitende Reflexlichtschranke fiir den Nahbereich, die
als Sender eine GaAs-IRED und als Empfanger einen NPN-Fototransistor mit hoher Fotoemp-
findlichkeit enthélt. Beide werden nebeneinander in einem flachen Kunststoffgehiuse auf
einem Leiterband montiert. Ein vorgeschalteter Tageslichtfilter schirmt gegen unerwiinsch-
ten LichteinfluR ab.

Die Miniatur-Reflexlichtschranke ist fiir Anwendungen in der Industrie- und Unterhaltungs-
elektronik vorgesehen, z. B. als Positionsmelder und Endabschalter, fiir die Drehzahliiberwa-
chung oder allgemein als Fiihlerelement in Bewegungsgebern der verschiedensten Art.

Typ | Bestellnummer

SFH 900-1 ’ Q62702-P935
SFH 900-2 | Q62702-P141

moglicher Kunststoff-

2214 flashinAnschiuBebene  Sensor-Fldchen
*mmV-Iw 8 N\ 1 3
I=X=} M E
m"‘]@m i T T
oy - @
nl:TJ
Lol a2 Y
0.9 A
1.8
15
2,2max
2
—— [-— 1 Sender-Anode
4 ‘ N3 2 Sender-Kathode /
v oo

me i Empfdnger-Emitter
’ o w ° 3 Empfinger-Kollektor
— o ‘O\?



SFH 900

Grenzdaten

Sender (GaAs-Diode)

Sperrspannung Uk 6 \%
Vorwartsgleichstrom Ie 50 mA
VorwartsstoRstrom (t = 10 us) frsm 1,5 A
Verlustleistung (7, = 40°C) Piot 80 mw
Empfanger (Si-Fototransistor)
Kollektor-Emitter-Spannung Ueeo 30 \%
Emitter-Kollektor-Spannung Ukco 7 \%
Kollektorstrom Ic 10 mA
Verlustleistung (7, = 40°C) Pt 100 mw
Reflexlichtschranke
Lagertemperatur Ts -40...+85 °C
Umgebungstemperatur Ty -40...+85 °C
Sperrschichttemperatur T; 100 °C
Lottemperatur (max. 3 s)1) T, 235 °C
T. 2602) °C
Verlustleistung (7, = 40°C) Piot 150 mw

1) Tauchlétung: Abstand zum Gehause min. 3 mm
2) mit Warmeabfiihrung vom Gehause
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SFH 900

Kenndaten

Sender (GaAs-Luminiszenzdiode)

DurchlaBspannung (/r = 50 mA) U 1,26 (=1,65) | V

Durchbruchspannung (I = 10 pA) Ugr 30 (= 6) \)

Sperrstrom (Ug = 6 V) Is 0,01 (=10) pA

Kapazitat (U =0 V; f= 1 MHz) Co 40 pF

Warmewiderstand Rinau 750 K/W

Empfanger (Si-Fototransistor)

Kapazitat

(Ugeg=5V; f=1 MHz) Cce 11 pF

(Ug=5V; f=1 MHz) Ces 15 pF

(Usg=5V; f=1 MHz) Ces 16 pF

Warmewiderstand Ry 600 K/W

Kollektor-Emitter-Reststrom (Uge = 10 V) Iceo 20 (= 200) nA

Fotostrom (Fremdlichtempfindlichkeit)

(Ucg = 5 V; Eg =0,56 mW/cm2; A = 950 mm) Ir =3 mA

Reflexlichtschranke

Kollektor-Emitterstrom

(l,=10mA; U=5V;d=1 mm) SFH 900-1 Ice =0,3 mA
SFH 900-2 Ice =0,6 mA

S
Reflektor
/mii 90 % Reflexion
(Kodak neutral white
test card)
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SFH 900

Schaltzeiten (Definitionen siehe Seite 19)

Mefschaltung

+ +
Ausgang
Iz =10mA -
- o -
Lastwiderstand R, 1 kQ
Einschaltzeit Lein 65 (typ.) ps
Anstiegszeit t, 50 (typ.) us
Ausschaltzeit taus 55 (typ.) us
Abfallzeit t; 50 (typ.) us
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SFH 900

Kollektorstrom Vorwiértsspannung (typisch)
Ic = f(d) der Diode
(Reflektor = Spiegel) Ur = f (If)
Yo \Y
100 I 1,2
I '7
Y
% I y 25°CH
TR S e
R °C
A\ " et
! /
60 / /
| di
I /
40 / // V
] 1.0 it
b
/
20
{ 1]
f 0509
/ :
0 0,9
0 1 2 3 b S mm 10" 10° 10’ 102 mA
——d — I
Maximal zuldssiger Durchlafstrom Zulassige Verlustleistung
I = f(Ty) fir Diode und Transistor
Prot = f(Ty)
mA mw
120 T 160 — T
[ Gesamtverlustleistung
It 0778
P
100 tot \
T 120 \
80 Transistor
€0 80 Diode \\
O
w . AN
\ 40 \\
\ N
20
N
\] 0876
. 0T
0 20 40 60 80 100°C 0 20 40 60 80 100°C
—T —0
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SFH 900

Zulassige Impulsbelastbarkeit
(D = Parameter, Ty = 25°C)

Ir=f(7)
mA
10 e
H“! :IIIIII\IH”;!
=7 i
ke D= % Il
T T
RN | D=0005
10° 2 001
o IRR 002
DI
02 [T TTHRRY
‘[ ~.~\%Q\g
10? % I :EEEEE’:‘
)
10 i}

0
10° 10% 103 102 10" 10° 10" 10%s

=T

Relative spektrale Verteilung

vom Sender (GaAs) und Empfénger (Si)

Sender: I = f(A)
% Empfanger: Srej = £ (A)
(-]

100 |

0786)_|

]rel
Srel

60 l
|

40 / \
TN

4 /»Sender \

| | N

0
700 800 900 1000

—_— =\

1100nm

Schaltzeiten
(Ty = 25°C, Ir = 10 mA)

tein = f (RL)
s taus = f (RL)
10°
I =100uA 7
) 1/
i V]
ein ///
__,-/‘ \taus
T
102 ,/
4
7t
kin Ay ?us
7 |
o I =1mA
10 | 11 ll
10" 10° 10' kQ

Kollektorstrom (Abstand d zum
Reflektor = 1 mm
90% Reflexion)

A Ic = f(If)
30
25
20 //
Upg =20V
5 // ///
/
10 ?é
/ Uge =5V
05 ///
A

20 mA
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SFH 900

Ausgangskennlinien Ausgangskennlinien (typisch)
Abstand zum Reflektor: d = 1 mm Abstand zum Reflektor: d = 1 mm
(Ty = 25°C, 90% Reflexion) (Ty = 25°C, 90% Reflexion)
A fe=1(Uce) Ic = f(Uce)
mA
24 T ] T 20 T
o e @
¢ L
]
20 ] ¢
// ] 16 Ir=20mAl_|
// /
1.6 I = 15mA-:
— 12 ]
///' ! I =15mA] |
12 H 2
T =10mA
08 T 08 I = 10mA
/
[ I = SmA
=omA | | 04
0% : T Ik = SmA
- Sy S, N — — | |
Jr=1mA fr= 2mA  J=1mA | | = ZmA
0 — == o L= =
o & 8 2 % AV 0 02 O+ 06 08 10V
Ute — U
Dioden-Kapazitdten (typisch) Transistor-Kapazitaten (typisch)
(Ty = 25°C, f=1MHz) (Tu = 25°C, f=1 MHz)
C=Ff(UR) C=f(Up)
pF pF
50 '*"T Tr' 50
C o
T TN Ccs
40 Suy 40
T~
N \
N
30 b 30 At
s\
N\ i)\
N 11
Cee \
20 0 RRUTT
U\
\\:~
10 10 PN
i N
QZ;}% 0780
0 [ 0 L1 |I||
102 10’ 10° 0 02 107 100 10" 102V
— UR Uy
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Typenibersicht Bestellnummernverzeichnis
{(alphanumerisch) (Q-Nummern)
Typ Bestellnummer Seite | Bestellnummer Typ Seite
CNY 17-1 Q62703-N86 31 | 062702-P141 SFH 900-2 130
CNY 17-2 Q62703-N87 31 | Q62702-P935 SFH 900-1 130
CNY 17-3 Q62703-N88 31 | Q62703-N21 CNY 17 F-2 21
CNY 17-4 Q62703-N89 31 | Q62703-N26 4 N-28 80
CNY 17 F-1 Q62703-N49 21 | Q62703-N27-F114  ILCA 2-30 100
CNY 17 F-2 Q62703-N21 21 | Q62703-N29-F114  ILCA 2-55 100
CNY 17 F-3 Q62703-N50 21 | Q62703-N48-F114  IL-CT 6 104
IL-250 Q62703-N80-F114 95 | Q62703-N49 CNY 17 F-1 21
ILCA 2-30 Q62703-N27-F114 100 | Q62703-N50 CNY 17 F-3 21
ILCA 2-55 Q62703-N29-F114 100 | Q62703-N51-F114 4 N-32 85
IL-CT & Q62703-N48-F114 104 | Q62703-N75 SFH 610-1 72
ILD-1 Q68000-A5972-F114 110 | Q62703-N76 SFH 610-2 72
ILD-74 Q68000-A5973-F114 115 | Q62703-N77 SFH 610-3 72
a1 Q68000-A5974-F114 120 | Q62703-N78 SFH 610-4 72
ILQ-74 Q68000-A6185-F114 125 | Q62703-N80-FI14  IL-250 95
SFH 600-0 Q68000-A7313 41 | Q62703-N82 SFH 611-1 72
SFH 600-1 Q68000-A7314 41 | Q62703-N83 SFH 611-2 72
SFH 600-2 Q68000-A7315 41 | Q62703-N84 SFH 611-3 72
SFH 600-3 Q68000-A7316 41 | 062703-N85 SFH 611-4 72
SFH 601-1 Q68000-A7318 51 | Q62703-N86 CNY 17-1 31
SFH 601-2 Q68000-A7319 51 | Q62703-N87 CNY 17-2 31
SFH 601-3 Q68000-A7320 51 | Q62703-N88 CNY 17-3 31
SFH 601-4 Q68000-A7321 51 | 062703-N89 CNY 17-4 31
SFH 601 G-1 Q68000-A7393 61 | Q68000-A5017 4 N-26 80
SFH 601 G-2 Q68000-A7188 61 | Q68000-A5018 4 N-25 80
SFH 601 G-3 Q68000-A7187 61 | Q68000-A5707 4 N-27 80
SFH 601 G-4 Q68000-A7772 61 | Q68000-A5972-F114 ILD-1 110
SFH 609-1 Q68000-A7189 62 | Q68000-A5973-F114 ILD-74 115
SFH 609-2 Q68000-A7252 62 | Q68000-A5974-F114 ILQ-1 120
SFH 609-3 Q68000-A7253 62 | Q68000-A6185-F114 ILQ-74 125
SFH 610-1 Q62703-N75 72 | Q68000-A7187 SFH 601 G-3 61
SFH 610-2 Q62703-N76 72 | Q68000-A7188 SFH 601 G-2 61
SFH 610-3 Q62703-N77 72 | Q68000-A7189 SFH 609-1 62
SFH 610-4 Q62703-N78 72 | Q68000-A7252 SFH 609-2 62
SFH 611-1 Q62703-N82 72 | Q68000-A7253 SFH 609-3 62
SFH 611-2 Q62703-N83 72 | Q68000-A7302 4 N-35 89
SFH 611-3 Q62703-N84 72 | Q68000-A7303 4 N-36 89
SFH 611-4 Q62703-N85 72 | Q68000-A7304 4 N-37 89
SFH 900-1 Q62702-P935 130 | Q68000-A7313 SFH 600-0 41
SFH 900-2 Q62702-P141 130 | Q68000-A7314 SFH 600-1 41
4 N-25 Q68000-A5018 80 | Q68000-A7315 SFH 600-2 41
4 N-26 Q68000-A5017 80 | Q68000-A7316 SFH 600-3 41
4 N-27 Q68000-A5707 80 | Q68000-A7318 SFH 601-1 51
4 N-28 Q62703-N26 80 | Q68000-A7319 SFH 601-2 51
4 N-32 Q62703-N51-F114 85 | Q68000-A7320 SFH 601-3 51
4 N-35 Q68000-A7302 89 | Q68000-A7321 SFH 601-4 51
4 N-36 Q68000-A7303 89 | Q68000-A7393 SFH 601 G-1 61
4 N-37 Q68000-A7304 89 | Q68000-A7772 SFH 601 G-4 61
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Siemens AG, Bereich Bauelemente
BalanstraRe 73, Postfach 8017 09, D-8000 Miinchen 80
> (089) 41441 52108-0 FAX (089) 4144-2689

Siemens in lhrer Nahe
Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West)

Siemens AG

Salzufer 6-8

1000 Berlin 10

2 (030) 3939-1, 1810-278
FAX (030) 3939-2630

Ttx 308190 = sieznb

Siemens AG

Schweriner StraRe 1
Postfach 7820

4800 Bielefeld 1

2 (0521) 291-1, 932805
FAX (0521) 291-375

Siemens AG

Contrescarpe 72

Postfach 107827

2800 Bremen

> (0421) 364-0, 245451
FAX (0421) 364-2687

Siemens AG

Lahnweg 10

Postfach 1115

4000 Diisseldorf 1

2 (0211) 399-0, 8581301
FAX (0211) 399-2506

Siemens AG

Roédelheimer LandstraRe 5-9
Postfach 111733

6000 Frankfurt 1

< (069) 797-0, 414131
FAX (069) 797-2253

138

Siemens AG
HabsburgerstraBe 132
Postfach 1380

7800 Freiburg 1

~ (0761) 2712-1
772842

FAX (0761) 2712-234

Siemens AG

Lindenplatz 2

Postfach 106609

2000 Hamburg 1

< (040) 282-1, 215584-0
FAX (040) 282-2210

Siemens AG

Am Maschpark 1

Postfach 56329

3000 Hannover 1

2 (0511) 129-0, 922333
FAX (0511) 129-2799

Siemens AG

Wittland 2-4
Postfach 4049

2300 Kiel 1

< (0431) 56860-1
292814

FAX (0431) 5860-420

Siemens AG

N 7, 18 (Siemenshaus)
Postfach 2024

6800 Mannheim 1

> (0621) 296-1, 462261
FAX (0621) 296-222

Siemens AG
Richard-Strauss-Strae 76
Postfach 202109

8000 Miinchen

2 (089) 9221-0
0529421-19

FAX (089) 9221-4390

Siemens AG
Von-der-Tann-StraBe 30
Postfach 4844

8500 Niirnberg 1

> (0911) 654-1, 622251
FAX (0911) 654-3436, 3464

Siemens AG
Geschwister-Scholl-StraRe 24
Postfach 120

7000 Stuttgart 1

< (0711) 2076-1, [m 723941-0
FAX (0711) 2076-706

Siemens AG
Nicolaus-Otto-StraBe 4
Postfach 3606

7900 Ulm 1

> (0731) 499-1
712826

FAX (0731) 499-267

Siemens AG
Andreas-Grieser-Str. 30
Postfach 3280

8700 Wiirzburg 21

< (0931) 801-1
68844

FAX (0931) 801-348



EUROPA

Belgien

Siemens S.A.

chaussée de Charleroi 116
B-1060 Bruxelles

% (02) 536-2111, 21347

Danemark

Siemens A/S

Borupvang 3

DK-2750 Ballerup

= (02) 656565, 35313

Finnland

Siemens Osakeyhtio
Mikonkatu 8

Fach 8

SF-00101 Helsinki 10

> (0) 1626-1, 124465

Frankreich

Siemens S.A.

B.P. 109

F-93203 Saint-Denis CEDEX 1
% (1) 8206120, 1 620853

Griechenland

Siemens AE

Voulis 7

P.0.B. 3601

GR-10210 Athen

2 (01) 3293-1, 216291

GroRbritannien

Siemens Ltd.

Siemens House

Windmill Road
Sunbury-on-Thames

Middlesex TW 16 7HS

< (09327) 85691, 8951091

Irland

Siemens Ltd.

8, Raglan Road

Dublin 4

> (01) 684727, 5341

Italien

Siemens Elettra S.p.A.
Via Fabio Filzi, 29

Casella Postale 10388
1-20100 Milano

< (02) 6248, @ 330261

Niederlande

Siemens Nederland N.V.
Postb. 16068

NL-2500 BB Den Haag

> (070) 782782, 31373

Norwegen

Siemens A/S

QDstre Aker vei 90

Postboks 10, Veitvet
N-Oslo 5

< (02) 1563090, 18477

Osterreich

Siemens Aktiengeselischaft
Osterreich

Postfach 326

A-1031 Wien

< (0222) 7293-0, @ 1372-0

Portugal

Siemens S.AR.L.

Avenida Almirante Reis, 65
Apartado 1380

P-1100 Lisboa-1

< (011) 5638805, 12563

Schweden

Siemens AB

Norra Stationsgatan 63-65
Box 23141

S$-10435 Stockholm

2 (08) 161100, [ 11672

Schweiz

Siemens-Albis AG
FreilagerstraBe 28

Postfach

CH-8047 Ziirich

2 (01) 495-3111, 558911

Spanien

Siemens S.A.

Orense, 2

Apartado 155

Madrid 20

> (01) 4552500, 42241

Turkei

ETMAS Elektrik Tesisati ve
Muihendislik A.$.

Meclisi Mebusan Caddesi 55/35
Findikli

P.K. 1001 Karakoey

< (011) 452090, x 24233

5/84
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